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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に配置されるゲート配線と、
　前記ゲート配線と絶縁され交差して前記基板上に配置される第１乃至第６データ配線、
第１電源配線、及び第２電源配線と、
　前記ゲート配線と前記第１データ配線に接続される第１スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続される第２スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２データ配線に接続されている第３スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続されている第４スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第３データ配線に接続される第５スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続される第６スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第４データ配線に接続される第７スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２電源配線に接続される第８スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第５データ配線に接続される第９スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２電源配線に接続される第１０スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第６データ配線に接続される第１１スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２電源配線に接続される第１２スイッチング素子と、
　前記第１乃至第１２スイッチング素子とそれぞれ接続される第１乃至第１２画素電極と
を有し、
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　第１画素部は、前記第１、２画素電極を含み、
　第２画素部は、前記第３、４画素電極を含み、
　第３画素部は、前記第５、６画素電極を含み、
　第４画素部は、前記第７、８画素電極を含み、
　第５画素部は、前記第９、１０画素電極を含み、
　第６画素部は、前記第１１、１２画素電極を含み、
　前記第１、２画素電極に印加される電圧は基準電圧に対して相互に反対の極性を有し、
　前記第３、４画素電極に印加される電圧は基準電圧に対して相互に反対の極性を有し、
　前記第５、６画素電極に印加される電圧は基準電圧に対して相互に反対の極性を有し、
　前記第７、８画素電極に印加される電圧は基準電圧に対して相互に反対の極性を有し、
　前記第９、１０画素電極に印加される電圧は基準電圧に対して相互に反対の極性を有し
、
　前記第１１、１２画素電極に印加される電圧は基準電圧に対して相互に反対の極性を有
し、
　前記第１乃至第３画素部は、前記第１電源配線を共有して、同一の極性のデータ電圧が
印加され、
　前記第４乃至第６画素部は、前記第１電源配線とは反対の極性を有する前記第２電源配
線を共有して、同一の極性のデータ電圧が印加され、
　前記ゲート配線は一方向に延長され、その延長方向に沿って、前記第１乃至第６画素部
が順に配置されることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　基板と、
　前記基板上に配置されるゲート配線と、
　前記ゲート配線と絶縁され交差して前記基板上に配置される第１乃至第８データ配線、
第１電源配線、及び第２電源配線と、
　前記ゲート配線と前記第１データ配線に接続される第１スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続される第２スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２データ配線に接続されている第３スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続されている第４スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第３データ配線に接続される第５スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続される第６スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第４データ配線に接続される第７スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続される第８スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第５データ配線に接続される第９スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２電源配線に接続される第１０スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第６データ配線に接続される第１１スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２電源配線に接続される第１２スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第７データ配線に接続される第１３スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２電源配線に接続される第１４スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第８データ配線に接続される第１５スイッチング素子と、
　前記ゲート配線と前記第２電源配線に接続される第１６スイッチング素子と、
　前記第１乃至第１６スイッチング素子とそれぞれ接続される第１乃至第１６画素電極と
を有し、
　第１画素部は、前記第１、２画素電極を含み、
　第２画素部は、前記第３、４画素電極を含み、
　第３画素部は、前記第５、６画素電極を含み、
　第４画素部は、前記第７、８画素電極を含み、
　第５画素部は、前記第９、１０画素電極を含み、
　第６画素部は、前記第１１、１２画素電極を含み、
　第７画素部は、前記第１３、１４画素電極を含み、
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　第８画素部は、前記第１５、１６画素電極を含み、
　前記第１乃至第４画素部は、前記第１電源配線を共有して、同一の極性のデータ電圧が
印加され、
　前記第５乃至第８画素部は、前記第１電源配線とは反対の極性を有する前記第２電源配
線を共有して、同一の極性のデータ電圧が印加され、
　前記ゲート配線は一方向に延長され、その延長方向に沿って、前記第１乃至第８画素部
が順に配置されることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１乃至３データ配線、及び前記第４乃至６データ配線と、隣接して配置される第
１シールド部と、
　前記第１、２電源配線あるいは、隣接する隣の画素部にデータ電圧を伝達する隣のデー
タ配線と隣接して配置される第２シールド部と、を有することを特徴とする請求項１に記
載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第１、３、５、７、９、１１画素電極とそれぞれ接続される第１下部シールド、第
２上部シールドと、
　前記第２、４、６、８、１０、１２画素電極とそれぞれ接続される第１上部シールド、
第２下部シールドとをさらに有し、
前記第１下部シールド、第２上部シールドの一部がそれぞれ前記第１、３、５、７、９、
１１画素電極と重畳し、
　前記第１上部シールド、第２下部シールドの一部がそれぞれ前記第２、４、６、８、１
０、１２画素電極と重畳することを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１乃至４データ配線、及び前記第５乃至８データ配線と、隣接して配置される第
１シールド部と、
　前記第１、２電源配線あるいは、隣接する隣の画素部にデータ電圧を伝達する隣のデー
タ配線と隣接して配置される第２シールド部と、を有することを特徴とする請求項２に記
載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第１、３、５、７、９、１１、１３、１５画素電極とそれぞれ接続される第１下部
シールド、第２上部シールドと、
　前記第２、４、６、８、１０、１２、１４、１６画素電極とそれぞれ接続される第１上
部シールド、第２下部シールドとをさらに有し、
　前記第１下部シールド、第２上部シールドの一部がそれぞれ前記第１、３、５、７、９
、１１、１３、１５画素電極と重畳し、
　前記第１上部シールド、第２下部シールドの一部がそれぞれ前記第２、４、６、８、１
０、１２、１４、１６画素電極と重畳することを特徴とする請求項５に記載の液晶表示装
置。
【請求項７】
　前記第１電源配線と接続される第１接続配線と、
　前記第２電源配線と接続される第２接続配線とをさらに有し、
　前記第２、４、６スイッチング素子は前記第１接続配線に接続され、前記第８、１０、
１２スイッチング素子は前記第２接続配線に接続され、
　前記第１接続配線は、前記第１乃至第１２画素電極と同一層に配置される
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１電源配線と接続される第１接続配線と、
　前記第２電源配線と接続される第２接続配線とをさらに有し、
　前記第２、４、６、８スイッチング素子は前記第１接続配線に接続され、前記第１０、
１２、１４、１６スイッチング素子は前記第２接続配線に接続され、
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　前記第１接続配線は、前記第１乃至第１６画素電極と同一層に配置されることを特徴と
する請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記ゲート配線と平行に配置され前記第１乃至第６画素部に含まれたスイッチング部の
延長部と部分的に重畳するストレージ配線をさらに有することを特徴とする請求項１に記
載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記ゲート配線と平行に配置され前記第１乃至第８画素部に含まれたスイッチング部の
延長部と部分的に重畳するストレージ配線をさらに有することを特徴とする請求項２に記
載の液晶表示装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、より詳細には光漏れを防止することのできる液晶表示
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在最も広く用いられている平板表示装置のうちの一つとして、第１
画素電極及び第２画素電極など電磁場生成電極が形成されている表示基板と、対向基板と
を含む。
　また、液晶表示装置は表示基板と対向基板との間に介在する液晶層を含む。
【０００３】
　液晶表示装置は、電磁場生成電極に電圧を印加して液晶層に電磁場を生成し、これを通
じて液晶層の液晶分子の配向を制御することによって、入射光の偏光作用通じて画像を表
示する。
【０００４】
　液晶層内の液晶分子は、第１画素電極と第２画素電極間に形成された電磁場によって、
垂直配方（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ、ＶＡ）モードで動作する。例えば、
第１画素電極と第２画素電極間に電磁場が形成されない時、液晶表示パネルはブラック画
像を具現し、第１画素電極と第２画素電極間に水平電磁場が形成される時、色々な階調を
具現する。
【０００５】
　しかし、第１画素電極及び第２画素電極を含む第１画素部と隣接するように形成された
第２画素部が第１画素部と異なる極性のデータ電圧が印加されるので、第１画素部及び前
記第２画素部の間に光漏れが発生するという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は上記従来の液晶表示装置における問題点に鑑みてなされたものであっ
て、本発明の目的は、光漏れを防止することのできる液晶表示装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置は、基板と、前記基板上
に配置されるゲート配線と、前記ゲート配線と絶縁され交差して前記基板上に配置される
第１データ配線、第２データ配線、及び第１電源配線と、前記ゲート配線と前記第１デー
タ配線に接続される第１スイッチング素子と、前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続
される第２スイッチング素子と、前記ゲート配線と前記第２データ配線に接続されている
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第３スイッチング素子と、前記ゲート配線と前記第１電源配線に接続されている第４スイ
ッチング素子と、前記第１スイッチング素子、第２スイッチング素子、第３スイッチング
素子、及び第４スイッチング素子とそれぞれ接続される第１画素電極、第２画素電極、第
３画素電極、及び第４画素電極とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る液晶表示装置よれば、表示基板に含まれる隣接する画素部が同一の極性を
有することによって光漏れを減少させることができ、また、隣接する画素部が１つの電源
配線を共有することによって開口率を増加させることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態１に係る液晶表示装置の部分平面図である。
【図２】図１に示した液晶表示パネルの部分概略図である。
【図３】図１に示した液晶表示パネルの部分平面図である。
【図４】図３のＩ－Ｉ’線に沿って切断した断面図である。
【図５】図４に示した表示基板の製造方法を説明するための断面図である。
【図６】図４に示した表示基板の製造方法を説明するための断面図である。
【図７】図４に示した表示基板の製造方法を説明するための断面図である。
【図８】図４に示した表示基板の製造方法を説明するための断面図である。
【図９】本発明の実施形態２に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
【図１０】図９のＩＩ－ＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【図１１】図１０に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
【図１２】図１０に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
【図１３】図１０に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
【図１４】図１０に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
【図１５】本発明の実施形態３に係る液晶パネルの部分概略図である。
【図１６】図１５に示した液晶表示パネルの部分平面図である。
【図１７】図１５に示したＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【図１８】図１７に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
【図１９】図１７に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
【図２０】図１７に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
【図２１】本発明の実施形態４に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図２２】図２１に示した液晶表示パネルの部分平面図である。
【図２３】本発明の実施形態５に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
【図２４】本発明の実施形態６に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図２５】図２４に示した液晶表示パネルの部分平面図である。
【図２６】本発明の実施形態７に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図２７】本発明の実施形態８に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図２８】本発明の実施形態９に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図２９】本発明の実施形態１０に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図３０】本発明の実施形態１１に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図３１】図３０に示した液晶表示パネルの部分平面図である。
【図３２】図３１に示したＩＶ－ＩＶ’線に沿って切断した断面図である。
【図３３】本発明の実施形態１２に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
【図３４】本発明の実施形態１３に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
【図３５】本発明の実施形態１４に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
【図３６】本発明の実施形態１５に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明に係る液晶表示装置を実施するための形態の具体例を図面を参照しながら
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説明する。
【００１１】
　＜実施形態１＞
　図１は本発明の実施形態１に係る液晶表示装置の部分平面図である。
　図１を参照すると、液晶表示装置は、液晶表示パネル１０００と、液晶表示パネル１０
００を駆動するためのゲート駆動部１０１０及びデータ駆動部１０３０を含む。
【００１２】
　液晶表示パネル１０００は表示基板１００と、表示基板１００に対向結合される対向基
板（２００、例えば、カラーフィルタ基板）及び表示基板１００と対向基板２００との間
に介在する液晶層（図示せず）を含む。ここで、液晶表示パネル１０００は表示領域ＤＡ
と表示領域ＤＡを囲む第１及び第２周辺領域ＰＡ１、ＰＡ２に区分される。
【００１３】
　表示領域ＤＡは、データ信号を伝達するデータ配線ＤＬ及びゲート信号を伝達するゲー
ト配線ＧＬを含む。データ配線ＤＬは第１方向ＤＩ１に延長され、ゲート配線ＧＬは第１
方向ＤＩ１と交差する第２方向ＤＩ２に延長する。
　ここで、第１周辺領域ＰＡ１はデータ配線ＤＬの一端部に位置し、第２周辺領域ＰＡ２
はゲート配線ＧＬの一端部に位置する。図１においては、表示領域ＤＡの左側に配置され
た第２周辺領域ＰＡ２を示したが、第２周辺領域ＰＡ２は表示領域ＤＡの右側にも配置さ
れ得る。
【００１４】
　ゲート駆動部１０１０は複数のステージが従属的に接続されたシフトレジスタを含み、
ゲート配線ＧＬに順次にゲート信号を出力する。このようなゲート駆動部１０１０は、少
なくとも１つ以上のゲート駆動チップ１０１１からなる。ゲート駆動部１０１０は、第２
周辺領域ＰＡ２に形成される。
　また、ゲート駆動部１０１０は、表示領域ＤＡの薄膜トランジスタと同一な工程によっ
て、第２周辺領域ＰＡ２に形成された複数の薄膜トランジスタを含むことができる。これ
によって、部品実装空間を別に確保する必要がないので、液晶表示装置の薄型化が可能で
ある。
【００１５】
　また、ゲート駆動チップ１０１１は印刷回路基板（図示せず）と液晶表示パネルとの間
に配置されるテープキャリアパッケージＴＣＰ上に付着される。
　前記データ駆動部１０３０は、ゲート信号に同期して、データ配線ＤＬにアナログ形態
のデータ信号を出力して、少なくとも１つ以上のデータ駆動チップ１０３１からなる。
【００１６】
　データ駆動チップ１０３１は、チップ－オン－グラス（ＣＯＧ）形式で液晶表示パネル
１０００の第１周辺領域ＰＡ１に直接的に付着される。複数のデータ駆動チップ１０３１
は可撓性フィルム１０７０に実装されて、液晶表示パネル１０００に付着される。
　可撓性フィルム１０７０はパワー配線１０５０を含むことができる。パワー配線１０５
０は後述する第１バス配線及び第２バス配線に印加される電圧を伝達することができる。
　また、パワー配線１０５０は、ゲート駆動部１０１０に提供される電圧を伝達すること
ができる。
【００１７】
　図２は、図１に示した液晶表示パネルの部分概略図である。
　図１及び図２を参照すると、液晶表示パネル１０００は、パッド部４００、複数のデー
タ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６）、第１バス配線ＢＬ１、第
２バス配線ＢＬ２、第１電源配線ＶＬ１、第２電源配線ＶＬ２、ゲート配線ＧＬ、及び複
数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７）を含む。
【００１８】
　パッド部４００は、データ駆動部１０３０から出力された複数のデータ電圧を受信する
複数のパッド（４１０、４２０、４３０、４４０、４５０、４６０）を含む。
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　第１パッド４１０は第１データ配線ＤＬ１に接続され、第２パッド４２０は第２データ
配線ＤＬ２に接続され、第３パッド４３０は第３データ配線ＤＬ３に接続され、第４パッ
ド４４０は第４データ配線ＤＬ４に接続され、第５パッド４５０は第５データ配線ＤＬ５
に接続され、第６パッド４６０は第６データ配線ＤＬ６に接続される。
【００１９】
　データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６）のそれぞれは第１方
向ＤＩ１に延長され、第２方向ＤＩ２に配列される。
　第１バス配線ＢＬ１は第２方向ＤＩ２に延長され、液晶表示パネル１０００の第１周辺
領域ＰＡ１に配置される。第２バス配線ＢＬ２は第２方向ＤＩ２に延長され、第１バス配
線ＢＬ１と隣接した第１周辺領域ＰＡ１に配置される。
【００２０】
　第１電源配線ＶＬ１は第１バス配線ＢＬ１に接続されて第１方向ＤＩ１に延長する。第
２電源配線ＶＬ２は第２バス配線ＢＬ２に接続されて第１方向ＤＩ２に延長する。第１及
び第２電源配線ＶＬ１、ＶＬ２の間には複数の画素部（Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６）が配列され、
第１及び第２電源配線ＶＬ１、ＶＬ２のそれぞれは複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ
４、Ｐ５、Ｐ６）に電圧を提供する。
【００２１】
　ゲート配線ＧＬは、第２方向ＤＩ２に延長する。
　複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６）は主要色画素を含む。主要色画
素は赤色画素、緑色画素、及び青色画素である。
【００２２】
　第１画素部Ｐ１は第１画素電極ＰＥ１、第２画素電極ＰＥ２、第１スイッチング素子Ｔ
１、及び第２スイッチング素子Ｔ２を含む。
　第１画素電極ＰＥ１は第１スイッチング素子Ｔ１を通じて第１データ配線ＤＬ１とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第２画素電極ＰＥ２は第１画素電極ＰＥ１と離隔して、第２ス
イッチング素子Ｔ２を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。
　第２スイッチング素子Ｔ２は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続さ
れる。
　第１画素電極ＰＥ１に印加される電圧と第２画素電極ＰＥ２に印加される電圧は基準電
圧に対して相互に反対の電圧極性を有することができる。
【００２３】
　第２画素部Ｐ２は第３画素電極ＰＥ３、第４画素電極ＰＥ４、第３スイッチング素子Ｔ
３、及び第４スイッチング素子Ｔ４を含む。
　第３画素電極ＰＥ３は第３スイッチング素子Ｔ３を通じて第２データ配線ＤＬ２とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第４画素電極ＰＥ４は第３画素電極ＰＥ３と離隔して、第４ス
イッチング素子Ｔ４を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。
　第４スイッチング素子Ｔ４は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続さ
れる。
　第３画素電極ＰＥ３に印加される電圧と第４画素電極ＰＥ４に印加される電圧は基準電
圧に対して相互に反対の電圧極性を有する。
【００２４】
　第３画素部Ｐ３は第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、第５スイッチング素子Ｔ
５、及び第６スイッチング素子Ｔ６を含む。
　第５画素電極ＰＥ５は第５スイッチング素子Ｔ５を通じて第３データ配線ＤＬ３とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第６画素電極ＰＥ６は第５画素電極ＰＥ５と離隔して、第６ス
イッチング素子Ｔ６を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。
　第６スイッチング素子Ｔ６は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続さ
れる。
　第５画素電極ＰＥ５に印加される電圧と第６画素電極ＰＥ６に印加される電圧は基準電
圧に対して相互に反対の電圧極性を有する。
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【００２５】
　第４画素部Ｐ４は第７画素電極ＰＥ７、第８画素電極ＰＥ８、第７スイッチング素子Ｔ
７、及び第８スイッチング素子Ｔ８を含む。
　第７画素電極ＰＥ７は第７スイッチング素子Ｔ７を通じて第４データ配線ＤＬ４とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第８画素電極ＰＥ８は第７画素電極ＰＥ７と離隔して、第８ス
イッチング素子Ｔ８を通じて第２電源配線ＶＬ２とゲート配線ＧＬに接続される。
　第８スイッチング素子Ｔ８は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続さ
れる。
　第７画素電極ＰＥ７に印加される電圧と第８画素電極ＰＥ８に印加される電圧とは基準
電圧に対して相互に反対の電圧極性を有する。
【００２６】
　第５画素部Ｐ５は第９画素電極ＰＥ９、第１０画素電極ＰＥ１０、第９スイッチング素
子Ｔ９、及び第１０スイッチング素子Ｔ１０を含む。
　第９画素電極ＰＥ９は第９スイッチング素子Ｔ９を通じて第５データ配線ＤＬ５とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第１０画素電極ＰＥ１０は第９画素電極ＰＥ９と離隔して、第
１０スイッチング素子Ｔ１０を通じて第２電源配線ＶＬ２とゲート配線ＧＬに接続される
。
　第１０スイッチング素子Ｔ１０は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接
続される。
　第９画素電極ＰＥ９に印加される電圧と第１０画素電極ＰＥ１０に印加される電圧は基
準電圧に対して相互に反対の電圧極性を有することができる。
【００２７】
　第６画素部Ｐ６は第１１画素電極ＰＥ１１、第１２画素電極ＰＥ１２、第１１スイッチ
ング素子Ｔ１１、及び第１２スイッチング素子Ｔ１２を含む。
　第１１画素電極ＰＥ１１は第１１スイッチング素子Ｔ１１を通じて第６データ配線ＤＬ
６とゲート配線ＧＬに接続される。第１２画素電極ＰＥ１２は第１１画素電極ＰＥ１１と
離隔して、第１２スイッチング素子Ｔ１２を通じて第２電源配線ＶＬ２とゲート配線ＧＬ
に接続される。
　第１２スイッチング素子Ｔ１２は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接
続される。
　第１１画素電極ＰＥ１１に印加される電圧と第１２画素電極ＰＥ１２に印加される電圧
は基準電圧に対して相互に反対の電圧極性を有する。
【００２８】
　第１バス配線ＢＬ１には設定された第１電圧が印加され、第２バス配線ＢＬ２には設定
された第２電圧が印加される。
　第１及び第２バス配線ＢＬ１、ＢＬ２には第１電圧と第２電圧の中間電圧を基準として
フレーム単位で反転した電圧がそれぞれ印加される。
　例えば、現在のフレームで第１バス配線ＢＬ１には設定された最小レベルの電圧が印加
され、第２バス配線ＢＬ２には設定された最大レベルの電圧が印加されれば、次のフレー
ムでは第１バス配線ＢＬ１には最大レベルの電圧が印加され、第２バス配線ＢＬ２には最
小レベルの電圧が印加される。
【００２９】
　第１電源配線ＶＬ１は第１バス配線ＢＬ１と電気的に接続されて第１バス配線ＢＬ１と
同一な電圧が印加される。第２電源配線ＶＬ２は第２バス配線ＢＬ２と電気的に接続され
て第２バス配線ＢＬ２と同一な電圧が印加される。
　例えば、第１電源配線ＶＬ１には最小レベルの電圧が印加され、第２電源配線ＶＬ２に
は最大レベルの電圧が印加される。これに対応して、第１、第２、及び第３データ配線（
ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３）には最小レベルの電圧を基準として最小レベルの電圧より高い
第２極性（＋）の電圧が印加され、第４、第５及び第６データ配線（ＤＬ４、ＤＬ５、Ｄ
Ｌ６）には最大レベルの電圧を基準として最大レベルの電圧より低い第１極性（－）の電
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圧が印加される。
【００３０】
　従って、本実施形態によれば、三つの画素部が１つの電源配線を共有し、同一の極性の
データ電圧が印加されることによって、ブラック状態の光漏れ発生を最小化することがで
きる。また、電源配線の個数を減らすことによって、開口率を向上させることができる。
【００３１】
　以下では、図４に示す第３画素部Ｐ３を例として、本実施形態に係る表示基板１００の
画素構造及び製造方法を説明する。
　図３は、図１に示した液晶表示パネルの部分平面図であり、図４は、図３のＩ－Ｉ’線
に沿って切断した断面図である。
　図２、図３及び図４を参照すると、液晶表示パネル１０００は、表示基板１００、対向
基板２００、及び液晶層３００を含む。
【００３２】
　表示基板１００は第１ベース基板１０１、第１金属パターン、第２金属パターン、及び
透明電極パターンを含む。表示基板１００は、第１金属パターンを覆うゲート絶縁膜１０
２、第２金属パターンを覆うデータ絶縁膜及び透明電極パターンを覆う第１配向膜１１を
さらに含む。データ絶縁膜は保護絶縁膜１０３及び有機絶縁膜１０４を含む多層構造で形
成されたり、保護絶縁膜１０３からなされた単層構造で形成される。
【００３３】
　第１金属パターンは、ゲート配線ＧＬ、第５ゲート電極ＧＥ５、第６ゲート電極ＧＥ６
、第１シールド部ＳＨ１、及び第２シールド部ＳＨ２を含む。
　第２金属パターンは、第１電源配線ＶＬ１、第３データ配線ＤＬ３、第５ソース電極Ｓ
Ｅ５、第５ドレイン電極ＤＥ５、第６ソース電極ＳＥ６、及び第６ドレイン電極ＤＥ６を
含む。
　透明電極パターンは、第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、及び第１接続配線Ｃ
Ｌ１を含む。
　ゲート配線ＧＬは、第２方向ＤＩ２に延長する。第５及び第６ゲート電極ＧＥ５、ＧＥ
６はゲート配線ＧＬから突出する。
【００３４】
　第１シールド部ＳＨ１は第３画素部Ｐ３にデータ電圧を伝達する自己データ配線（ｓｅ
ｌｆ　ｄａｔａ　ｌｉｎｅ）、即ち、第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配置される
。第１シールド部ＳＨ１は、第３データ配線ＤＬ３の電界（電場）が第１ベース基板１０
１を媒介として漏洩するのを遮断し、また、光を遮断する。
　第１シールド部ＳＨ１は相互離隔された第１上部シールドＳＵ１及び第１下部シールド
ＳＤ１を含む。第１上部シールドＳＵ１は、第３画素部Ｐ３が定義される画素領域の上部
領域に第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配置され、第１下部シールドＳＤ１は第３
画素部Ｐ３が定義される画素領域の下部領域に第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配
置される。
【００３５】
　第２シールド部ＳＨ２は第１電源配線ＶＬ１と隣接するように配置される。
　第２シールド部ＳＨ２は、第１電源配線ＶＬ１の電界が第１ベース基板１０１を媒介と
して漏洩するのを遮断し、また、光を遮断する。
　第２シールド部ＳＨ２は相互離隔された第２上部シールドＳＵ２、第２下部シールドＳ
Ｄ２、及び第１下部シールドＳＤ１と第２上部シールドＳＵ２を接続する接続シールドＳ
Ｃとを含む。
　または、第２シールド部ＳＨ２は隣接する隣の画素部にデータ電圧を伝達する隣のデー
タ配線と隣接するように配置される。例えば、図２に示した第２画素部Ｐ２の場合、第２
シールド部ＳＨ２は第３画素部Ｐ３にデータ電圧を伝達する第３データ配線ＤＬ３と隣接
するように配置される。第１上部シールドＳＵ１の端部は第２方向ＤＩ２に延長され第２
上部シールドＳＵ２と隣接するように配置され、第１下部シールドＳＤ１は端部から第２
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方向ＤＩ２に延長されて第２下部シールドＳＤ２と隣接するように配置される。
【００３６】
　第１上部シールドＳＵ１は第７コンタクトホールＣ７を通じて第６画素電極ＰＥ６と電
気的に接続され、第６画素電極ＰＥ６と重畳し、第２下部シールドＳＤ２は第５コンタク
トホールＣ５を通じて第６画素電極ＰＥ６と電気的に接続されて第６画素電極ＰＥ６と重
畳する。
　第１上部シールドＳＵ１は第３データ配線ＤＬ３と第６画素電極ＰＥ６との間で発生す
る光漏れを遮断し、第２下部シールドＳＤ２は第１電源配線ＶＬ１と第６画素電極ＰＥ６
との間で発生する光漏れを遮断する。
【００３７】
　第１下部シールドＳＤ１は第２コンタクトホールＣ２を通じて第５画素電極ＰＥ５と電
気的に接続されて第５画素電極ＰＥ５と重畳し、第２上部シールドＳＵ２は第６コンタク
トホールＣ６を通じて第５画素電極ＰＥ５と電気的に接続されて第５画素電極ＰＥ５と重
畳する。
　第１下部シールドＳＤ１は第３データ配線ＤＬ３と第５画素電極ＰＥ５との間で発生す
る光漏れを遮断し、第２上部シールドＳＵ２は第１電源配線ＶＬ１と第５画素電極ＰＥ５
との間で発生する光漏れを遮断する。
【００３８】
　第３データ配線ＤＬ３は第１方向ＤＩ１に延長する。第５ソース電極ＳＥ５は第３デー
タ配線ＤＬ３から突出され、第５ゲート電極ＧＥ５上に配置される。
　第５ドレイン電極ＤＥ５は第５ソース電極ＳＥ５と離隔されて配置され、第１コンタク
トホールＣ１を通じて第５画素電極ＰＥ５と電気的に接続される。
【００３９】
　第６ソース電極ＳＥ６は第１接続配線ＣＬ１と第３コンタクトホールＣ３を通じて電気
的に接続され、第６ゲート電極ＧＥ６上に配置される。第１接続配線ＣＬ１は第１電源配
線ＶＬ１と電気的に接続される。第６ドレイン電極ＤＥ６は第６ソース電極ＳＥ６と離隔
して配置され、第４コンタクトホールＣ４を通じて第６画素電極ＰＥ６と電気的に接続さ
れる。
【００４０】
　表示基板１００は半導体層１５０をさらに含む。
　半導体層１５０は非晶質シリコン層１５１及び不純物がドーピングされた非晶質シリコ
ン層１５２を含む。ソース電極及びドレイン電極は半導体層１５０上に位置し、ソース電
極とドレイン電極との間に露出した半導体層１５０によって、スイッチング素子のチャネ
ルが定義される。
　第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６は交互に配置されて第３データ配線ＤＬ３と第１
電源配線ＶＬ１から相異なる電圧を受信し、これによって、第５画素電極ＰＥ５と第６画
素電極ＰＥ６間に形成された水平電気場によって液晶層３００の液晶分子が配列されて階
調を表現することができる。
【００４１】
　第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６のそれぞれはデータ配線又は電源配線と重畳した
幹部Ｅ１と、幹部Ｅ１から約４５°（または、約－４５°）の角度で画素領域側に延長さ
れた枝部Ｅ２を含む。
　第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６のそれぞれの幹部Ｅ１はデータ配線又は電源配線
と重畳することによってデータ配線又は電源配線の電界が上側に漏洩するのを遮断し、ま
た、画素電極とデータ配線（または、電源配線）間での光漏れを遮断することができる。
　光漏れは、印加されるデータ電圧の極性が変わる第３画素部Ｐ３と第４画素部Ｐ４間と
、第６画素部Ｐ６と第７画素部Ｐ７間で更に発生しうるので、第３画素部Ｐ３と第４画素
部Ｐ４間と、第６画素部Ｐ６と第７画素部Ｐ７間を例として説明する。
【００４２】
　具体的には、表示領域ＤＡには第１方向ＤＩ１に複数の画素行が配列される。
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　フレームが変わる時、以前データ電圧と極性が反対のデータ電圧が画素部に第１方向Ｄ
Ｉ１に順次に提供される。
　従って、表示領域ＤＡの上部の画素行では、反対極性のデータ電圧がフレーム初期に直
に印加され、表示領域ＤＡの下部の画素行では反対極性のデータ電圧がフレーム後期に印
加されるので、上部画素行では第３画素部Ｐ３及び第６画素部Ｐ６の右側の部分から光漏
れがさらに発生し、下部の画素行では第４画素部Ｐ４及び第６画素部Ｐ６と隣接する第７
画素部Ｐ７の左側の部分から光漏れがさらに発生しうる。同様の原理で、表示領域ＤＡの
中間にある中間画素行の画素部は左側及び右側の部分で等しい量の光漏れが発生する。つ
まり、中間画素行の画素部の画素電極の幹部幅は左側及び右側が実質的に同一に形成しう
る。
【００４３】
　従って、表示領域ＤＡの各領域での光漏れを効果的に防止するためには、表示領域ＤＡ
の上部の画素行では第３画素部Ｐ３及び第６画素部Ｐ６の右側の部分に対応する画素電極
の幹部幅を広く形成し、第４画素部Ｐ４及び第７画素部Ｐ７の左側の部分に対応する画素
電極の幹部幅を狭く形成する。
　一方、下部の画素行に近づくにつれ、第３画素部Ｐ３及び第６画素部Ｐ６の右側の部分
に対応する画素電極の幹部幅を狭く形成し、第４画素部Ｐ４及び第７画素部Ｐ７の左側の
部分に対応する画素電極の幹部幅を広く形成する。
　結果的に、表示領域ＤＡの幹部の幅を表示領域ＤＡの領域によって異なるように形成す
ることによって、表示領域ＤＡにフレーム毎に反転されるデータ電圧が印加される時、デ
ータ電圧が表示領域ＤＡの上部及び下部に時間的な差を置いて印加されることによって、
いずれか１つの領域に局部的に発生する光漏れを効果的に防止することができる。
【００４４】
　図３を参照すると、枝部Ｅ２は第１領域Ａ１には第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６
の離隔距離を相対的に狭く配置し、第２領域Ａ２には第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ
６の離隔距離を相対的に広く配置する。
　例えば、第１領域Ａ１は画素領域の中央部（接続シールドＳＣが配置された部分）、右
側上部（第６コンタクトホールＣ６が配置された部分）及び左側下部を含み、第２領域Ａ
２は画素領域で第１領域Ａ１を除いた残りの領域である。このような方式で画素領域をマ
ルチドメインに分割して駆動することができる。
【００４５】
　第１配向膜１１は、第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６を含む透明電極パターン上に
形成されて液晶層３００の液晶分子を垂直配向させる。
【００４６】
　対向基板２００は、第２ベース基板２０１を含む。第２ベース基板２０１上には遮光パ
ターン２２０、カラーフィルタ２３０、オーバーコーティング層２５０及び第２配向膜２
１を含む。
　遮光パターン２２０は第１金属パターン及び第２金属パターンが形成された領域に対応
して配置され、遮光パターン２２０は光を遮断する。例えば、第３データ配線ＤＬ３、第
１電源配線ＶＬ１、ゲート配線ＧＬ、及びスイッチング素子Ｔ５、Ｔ６が形成された領域
に対応して配置される。
【００４７】
　カラーフィルタ２３０は、第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６が形成された画素領域
に対応して配置される。カラーフィルタ２３０は赤色フィルタ、緑色フィルタ、及び青色
フィルタを含むことができる。例えば、第１画素部Ｐ１は赤色フィルタを含み、記第２画
素部Ｐ２は緑色フィルタを含み、第３画素部Ｐ３は青色フィルタを含む。
【００４８】
　オーバーコーティング層２５０は、第２ベース基板２０１上にカラーフィルタ２３０及
び遮光パターン２２０を覆うように形成する。オーバーコーティング層２５０は絶縁物で
作られ、カラーフィルタ２３０が露出するのを防止し、平坦面を提供する。オーバーコー
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ティング層２５０は省略することもできる。
　本実施形態では遮光パターン２２０及びカラーフィルタ２３０が対向基板２００に形成
されるのを示したが、遮光パターン２２０及びカラーフィルタ２３０は表示基板１００に
形成することもできる。
【００４９】
　第２配向膜２１は、オーバーコーティング層２５０上に形成されて液晶層３００の液晶
分子を垂直配向させる。
　液晶層３００は、表示基板１００と対向基板２００間に介在する。液晶層３００は誘電
率異方性を有する液晶分子を含み、液晶分子は電界（電場）がない状態で、その長軸が２
つの基板（１００、２００）の表面に対して垂直を形成するように配向されている。
　液晶層３００内の液晶の配列は、第５画素電極ＰＥ５と第６画素電極ＰＥ６間に形成さ
れた電場によって変更される。その結果、液晶層３００の光透過率が電場の強さによって
変更される。
【００５０】
　例えば、第５画素電極ＰＥ５と第６画素電極ＰＥ６との電位差が最大であれば、表示基
板１００及び対向基板２００の表面に水平電場（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｆｉｅｌｄ）が生成
されてホワイトモードが具現される。一方、第５画素電極ＰＥ５と第６画素電極ＰＥ６と
の電位差が殆どない場合、表示基板１００及び対向基板２００の表面に電場が殆ど生成さ
れずブラックモードが具現される。
【００５１】
　即ち、初期に表示基板１００及び対向基板２００の表面に対して垂直に配向されていた
液晶層３００の液晶分子が電場に応答してその長軸が電場の方向に、水平の方向に傾いて
、液晶分子の傾きによって液晶層３００に入射光の偏光の変化の度合いが変わる。このよ
うな偏光の変化は偏光子によって透過率変化で示され、これを通じて液晶表示パネルは画
像を表示する。
　このように垂直配向された液晶分子を用いると、液晶表示装置のコントラスト比を大き
くし、広視野角を具現することができる。また、１つの画素部に相異なる極性の２つの電
圧を印加することによって、駆動電圧を高め、応答速図を速くすることができる。
【００５２】
　図５～図８は、図３に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図である。
　図３及び図５を参照すると、第１ベース基板１０１上に第１金属層を形成し、第１金属
層をパターニングして第１金属パターンを形成する。第１金属パターンはゲート配線ＧＬ
、第５ゲート電極ＧＥ５、第６ゲート電極ＧＥ６、第１シールド部ＳＨ１、及び第２シー
ルド部ＳＨ２を含む。
【００５３】
　ゲート配線ＧＬは、第２方向ＤＩ２に延長され、第５及び第６ゲート電極ＧＥ５、ＧＥ
６はゲート配線ＧＬから画素領域側に突出させる。
【００５４】
　第１シールド部ＳＨ１は、第１方向ＤＩ１に延長された第１上部シールドＳＵ１と第１
下部シールドＳＤ１とを含む。第１上部シールドＳＵ１の上段部は、第２方向ＤＩ２に延
長され、第１下部シールドＳＤ１の下段部は第２方向ＤＩ２に延長される。
　第２シールド部ＳＨ２は、第１方向ＤＩ１に延長された第２上部シールドＳＵ２と第２
下部シールドＳＤ２とを含み、第１下部シールドＳＤ１と第２上部シールドＳＵ２とを接
続するように第２方向ＤＩ２に延長された接続シールドＳＣをさらに含むことができる。
【００５５】
　第１金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上にゲート絶縁膜１０２を第１金
属パターンを覆うように形成する。ゲート絶縁膜１０２は窒化ケイ素ＳｉＮｘ及び酸化ケ
イ素ＳｉＯｘが積層された多層構造を有することができる。ゲート絶縁膜１０２は酸窒化
ケイ素（ＳｉＯＮ；ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｘｙｎｉｔｒｉｄｅ）の単一層構造を有すること
ができる。ここで、酸窒化ケイ素ＳｉＯＮ層は、積層される方向によって酸素濃度分布を



(13) JP 5951198 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

有するが、酸素濃度は酸化物半導体パターンと隣接するほど高くなる。
【００５６】
　図３、図４及び図６を参照すると、ゲート絶縁膜１０２上に半導体層１５０及び第２金
属層を形成し、半導体層１５０及び第２金属層をパターニングして第２金属パターンを形
成する。半導体層１５０は非晶質シリコン層１５１及び不純物がドーピングされた非晶質
シリコン層１５２を含むことができる。
【００５７】
　また、半導体層１５０は酸化物半導体層を含むことができる。
　酸化物半導体層はインジウムＩｎ、亜鉛Ｚｎ、ガリウムＧａ、朱錫Ｓｎ、又はハフニウ
ムＨｆの内の少なくとも１つを含むアモルファス酸化物からなる。より具体的には、イン
ジウムＩｎ、亜鉛Ｚｎ及びガリウムＧａを含むアモルファス酸化物、又はインジウムＩｎ
、亜鉛Ｚｎ及びハフニウムＨｆを含むアモルファス酸化物からなる。酸化物半導体に酸化
インジウム亜鉛ＩｎＺｎＯ、酸化インジウムガリウムＩｎＧａＯ、酸化インジウム錫Ｉｎ
ＳｎＯ、酸化亜鉛錫ＺｎＳｎＯ、酸化ガリウム錫ＧａＳｎＯ及び酸化ガリウム亜鉛ＧａＺ
ｎＯ等の酸化物が含まれ、酸化物半導体の特性を向上させるために周期律表上の３族、４
族、５族、または、転移元素が追加で含まれる。
【００５８】
　このような酸化物半導体層は水素化非晶質ケイ素に比べて、電荷の有効移動図（ｅｆｆ
ｅｃｔｉｖｅ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ）が２倍～１００倍程度大きく、オン－オフ電流比が１
０：５～１０：８の値を有することによって、優れた半導体特性を有している。また、酸
化物半導体の場合、バンドギャップ（ｂａｎｄ　ｇａｐ）が約３．０ｅＶ～３．５ｅＶで
あるので、可視光に対して漏洩光電流が発生しない。従って、酸化物半導体層を含むスイ
ッチング素子の下部には光遮断膜を形成する必要がないので、開口率を向上させることが
できる。
【００５９】
　また、第２金属層を形成する前に別途のマスクを利用してゲート絶縁膜１０２上に半導
体層を形成してゲート電極の上にだけ半導体パターンを形成することができる。
　第２金属パターンは、第３データ配線ＤＬ３、第５ソース電極ＳＥ５、第５ドレイン電
極ＤＥ５、第６ソース電極ＳＥ６、第６ドレイン電極ＤＥ６、及び第１電源配線ＶＬ１を
含む。
【００６０】
　第３データ配線ＤＬ３は第１方向ＤＩ１に延長され、第１シールド部ＳＨ１と隣接する
ように形成される。具体的には第３データ配線ＤＬ３は第１上部シールドＳＵ１と第１下
部シールドＳＤ１と隣接するように形成される。
【００６１】
　第１電源配線ＶＬ１は第１方向ＤＩ１に延長され、第２シールド部ＳＨ２と隣接するよ
うに形成される。具体的には第１電源配線ＶＬ１は第２上部シールドＳＵ１と第２下部シ
ールドＳＤ２と隣接するように形成される。
【００６２】
　第５ソース電極ＳＥ５は第３データ配線ＤＬ３から突出して第５ゲート電極ＧＥ５上に
形成される。第５ドレイン電極ＤＥ５は第５ソース電極ＳＥ５と離隔して第５ゲート電極
ＧＥ５上に形成して一定の長さ延長する。第６ソース電極ＳＥ６は第６ゲート電極ＧＥ６
上に形成して第６ドレイン電極ＤＥ６は第６ソース電極ＳＥ６と離隔して第６ゲート電極
ＧＥ６上に形成して一定の長さが延長される。
【００６３】
　図３及び図７を参照すると、第２金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上に
第２金属パターンを保護絶縁膜１０３を形成する。
　保護絶縁膜１０３は、酸化ケイ素ＳｉＯｘ及び窒化ケイ素ＳｉＮｘを含む多層構造、ま
たは、単一層構造を有することができる。保護絶縁膜１０３は半導体層を覆うように配置
することによって、薄膜トランジスタ特性の劣化が防止される。
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【００６４】
　保護絶縁膜１０３及びゲート絶縁膜１０２をエッチングして第１、第２、第３、第４、
第５、第６、第７、及び第８コンタクトホール（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、
Ｃ７、Ｃ８）を形成する。
　次いで、第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８コンタクトホール（Ｃ
１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８）が形成された第１ベース基板１０１上
に有機絶縁膜１０４を形成する。有機絶縁膜１０４をパターニングして第１、第２、第３
、第４、第５、第６、第７、及び第８コンタクトホール（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５
、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８）に対応する領域の有機絶縁膜１０４を除去する。
【００６５】
　結果的に、第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８コンタクトホール（
Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８）を通じて第１金属パターン及び第２
金属パターンが部分的に露出する。
【００６６】
　図３及び図８を参照すると、第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８コ
ンタクトホール（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８）が形成された第１
ベース基板１０１上に透明導電層を形成し、透明導電層をパターニングして透明電極パタ
ーンを形成する。透明導電層はＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）及びＩＺＯ
（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）等の透明な導電物質を含む。
　透明電極パターンは、第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、及び第１接続配線Ｃ
Ｌ１を含む。
【００６７】
　第５画素電極ＰＥ５は第１コンタクトホールＣ１を通じて第５スイッチング素子Ｔ５の
第５ドレイン電極ＤＥ５と電気的に接続され、第６画素電極ＰＥ６は第４コンタクトホー
ルＣ４を通じて第６スイッチング素子Ｔ６の第６ドレイン電極ＤＥ６と電気的に接続され
る。
　第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６は第３データ配線ＤＬ３及び第１電源配線ＶＬ１
と部分的に重畳する幹部Ｅ１と幹部Ｅ１から約４５°（または、約－４５°）に傾いて、
画素領域側に延びた枝部Ｅ２を含む。第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６の枝部Ｅ２は
交互に配置される。
【００６８】
　第５画素電極ＰＥ５は第２コンタクトホールＣ２を通じて第１下部シールドＳＤ１と電
気的に接続され、第６コンタクトホールＣ６を第２上部シールドＳＵ１と電気的に接続さ
れる。
　第６画素電極ＰＥ６は第５コンタクトホールＣ５を通じて第２下部シールドＳＤ２と電
気的に接続され、第７コンタクトホールＣ７を通じて第１上部シールドＳＵ１と電気的に
接続される。
【００６９】
　第１接続配線ＣＬ１は第１電源配線ＶＬ１と第８コンタクトホールＣ８とを通じて電気
的に接続され、第２方向ＤＩ２に延長される。第１接続配線ＣＬ１は第６ソース電極ＳＥ
６側に突出して第３コンタクトホールＣ３を通じて第６ソース電極ＳＥ６と電気的に接続
される。
　従って、第６スイッチング素子Ｔ６は第１接続配線ＣＬ１に印加された電圧を第６画素
電極ＰＥ６に伝達する。
　透明電極パターンが形成された第１ベース基板１０１上に第１配向膜２１１を形成する
。
【００７０】
　＜実施形態２＞
　図９は、本発明の実施形態２に係る液晶表示パネルの部分平面図であり、図１０は、図
６のＩＩ－ＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
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【００７１】
　図２、図９及び図１０を参照すると、液晶表示パネル１０００Ａは表示基板１００Ａ、
対向基板２００及び液晶層３００を含む。
　本実施形態に係る液晶表示パネル１０００Ａは実施形態１の液晶表示パネル１０００と
比較する時、第１シールド部ＳＨ１、第２シールド部ＳＨ２、及び接続電極パターンＣＥ
Ｐを除いた構成要素は実質的に同一である。以下では、同一な構成要素に対して反復する
詳細な説明は省略する。
【００７２】
　第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２のそれぞれはゲート絶縁膜１０２、保護絶縁膜
１０３、及び有機絶縁膜１０４が除去されたトレンチ（Ｔｒｅｎｃｈ）構造で形成される
。
【００７３】
　接続電極パターンＣＥＰは第１金属パターンであってもよい。接続電極パターンＣＥＰ
は画素領域の中央の部分から第２方向ＤＩ２に延長して形成され、画素領域の下部に配置
された第５画素電極ＰＥ５と上部に配置された第５画素電極ＰＥ５を電気的に接続する。
接続電極パターンＣＥＰは第９コンタクトホールＣ９を通じて第３データ配線ＤＬ３と部
分的に重畳した第５画素電極ＰＥ５と電気的に接続され、第１０コンタクトホールＣ１０
を通じて第１電源配線ＶＬ１と部分的に重畳した第５画素電極ＰＥ５と電気的に接続され
る。
【００７４】
　第１シールド部ＳＨ１は第３画素部Ｐ３にデータ電圧を伝達する自己データ配線（ｓｅ
ｌｆ　ｄａｔａ　ｌｉｎｅ）、即ち、第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配置される
。
　第１シールド部ＳＨ１は第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部トレンチＴＤ１を含み、
第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部トレンチＴＤ１はゲート絶縁膜１０２、保護絶縁膜
１０３及び有機絶縁膜１０４が除去されて形成される。第１上部トレンチＴＵ１には第３
データ配線ＤＬ３の上部と部分的に重畳する第６画素電極ＰＥ６が形成され、第１下部ト
レンチＴＤ１には第３データ配線ＤＬ３の下部と部分的に重畳する第５画素電極ＰＥ５が
形成される。
【００７５】
　第２シールド部ＳＨ２は第１電源配線ＶＬ１と隣接するように配置される。または、第
２シールド部ＳＨ２は隣り合った隣の画素部にデータ電圧を伝達する隣のデータ配線と隣
接するように配置することができる。
　第２シールド部ＳＨ２は第２上部トレンチＴＵ２と第２下部トレンチＴＤ２とを含み、
第２上部トレンチＴＵ２及び第２下部トレンチＴＤ２はゲート絶縁膜１０２、保護絶縁膜
１０３及び有機絶縁膜１０４が除去されて形成される。第２上部トレンチＴＵ２には第１
電源配線ＶＬ１の上部と重畳する第５画素電極ＰＥ５が形成され、第２下部トレンチＴＤ
２には第１電源配線ＶＬ１の下部と重畳する第６画素電極ＰＥ６とが形成される。
【００７６】
　図９に示すように、第１上部トレンチＴＵ１は上段部で第２方向ＤＩ２に第２上部トレ
ンチＴＵ２と隣接するように延長され、第１下部トレンチＴＤ１は下段部で第２方向ＤＩ
２で第２下部トレンチＴＤ２と隣接するように延長される。
【００７７】
　第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は実施形態１と同様にデータ配線又は電源配線
の電界（電場）が漏洩するのを遮断し、また、データ配線又は電源配線と画素電極との間
の光漏れを防止することができる。さらに、本実施形態の第１及び第２シールド部ＳＨ１
、ＳＨ２はトレンチ内に画素電極が形成される構造を有することによって、第１金属パタ
ーンで形成された実施形態１に比べて開口率を向上させることができる。
【００７８】
　図１１～図１４は、図１０に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図で
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ある。以下では、実施形態１と同一の構成要素に対しては反復する説明を省略する。
　図１０及び図１１を参照すると、第１ベース基板１０１上に第１金属層を形成し、第１
金属層をパターニングして第１金属パターンを形成する。第１金属パターンはゲート配線
ＧＬ、第５ゲート電極ＧＥ５、第６ゲート電極ＧＥ６、及び接続電極パターンＣＥＰを含
む。
【００７９】
　ゲート配線ＧＬは第２方向ＤＩ２に延長され、第５及び第６ゲート電極ＧＥ５、ＧＥ６
はゲート配線ＧＬから画素領域側に突出して形成する。
　接続電極パターンＣＥＰは画素領域の中央の部分に第２方向ＤＩ２に延長して形成する
。接続電極パターンＣＥＰは画素領域を上部と下部に区画する。画素領域は後続する工程
によって形成される第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６が形成される領域である。
　第１金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上にゲート絶縁膜１０２を第１金
属パターンを覆うように形成する。
【００８０】
　図１０及び図１２を参照すると、ゲート絶縁膜１０２上に半導体層及び第２金属層を形
成し、半導体層及び第２金属層をパターニングして第２金属パターンを形成する。
　第２金属パターンは第３データ配線ＤＬ３、第５ソース電極ＳＥ５、第５ドレイン電極
ＤＥ５、第６ソース電極ＳＥ６及び第６ドレイン電極ＤＥ６及び第１電源配線ＶＬ１を含
む。
【００８１】
　図１０及び図１３を参照すると、第２金属パターンが形成された第１ベース基板１０１
上に第２金属パターンを覆うように保護絶縁膜１０３を形成する。
　保護絶縁膜１０３及びゲート絶縁膜１０２をエッチングして第１、第３、第４、第８、
第９、及び第１０コンタクトホール（Ｃ１、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ８、Ｃ９、Ｃ１０）を形成す
る。また、保護絶縁膜１０３及びゲート絶縁膜１０２をエッチングして第３データ配線Ｄ
Ｌ３と隣接した画素領域に第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部トレンチＴＤ１を形成し
、第１電源配線ＶＬ１と隣接した画素領域に第２上部トレンチＴＵ２及び第２下部トレン
チＴＤ２を形成する。
【００８２】
　次に、コンタクトホール（Ｃ１、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ８、Ｃ９、Ｃ１０）及びトレンチ（Ｔ
Ｕ１、ＴＤ１、ＴＵ２、ＴＤ２）が形成された第１ベース基板１０１上に有機絶縁膜１０
４を形成する。有機絶縁膜１０４をパターニングしてコンタクトホール（Ｃ１、Ｃ３、Ｃ
４、Ｃ８、Ｃ９、Ｃ１０）及びトレンチ（ＴＵ１、ＴＤ１、ＴＵ２、ＴＤ２）に対応する
領域の有機絶縁膜１０４を除去する。
　結果的に、コンタクトホール（Ｃ１、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ８、Ｃ９、Ｃ１０）を通じて第１
金属パターン及び第２金属パターンが部分的に露出され、トレンチ（ＴＵ１、ＴＤ１、Ｔ
Ｕ２、ＴＤ２）を通じて第１ベース基板１０１が露出する。
【００８３】
　図１０及び図１４を参照すると、コンタクトホール（Ｃ１、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ８、Ｃ９、
Ｃ１０）及びトレンチ（ＴＵ１、ＴＤ１、ＴＵ２、ＴＤ２）が形成された第１ベース基板
１０１上に透明導電層を形成し、透明導電層をパターニングして透明電極パターンを形成
する。
　透明電極パターンは第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、及び第１接続配線ＣＬ
１を含む。
【００８４】
　第５画素電極ＰＥ５は第１コンタクトホールＣ１を通じて第５スイッチング素子Ｔ５の
第５ドレイン電極ＤＥ５と電気的に接続され、第６画素電極ＰＥ６は第４コンタクトホー
ルＣ４を通じて第６スイッチング素子Ｔ６の第６ドレイン電極ＤＥ６と電気的に接続され
る。
　第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６は第３データ配線ＤＬ３及び第１電源配線ＶＬ１
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と部分的に重畳する幹部Ｅ１と幹部Ｅ１から約４５°（または、約－４５°）に傾いて画
素領域側に延びた枝部Ｅ２を含む。第５及び第６画素電極ＰＥ５、ＰＥ６の枝部Ｅ２は相
交互に配置される。
【００８５】
　接続電極パターンＣＥＰを中心に画素領域の下部に形成された第５画素電極ＰＥ５は第
９コンタクトホールＣ９を通じて接続電極パターンＣＥＰと電気的に接続され、接続電極
パターンＣＥＰを中心に画素領域の上部に形成された第５画素電極ＰＥ５は第１０コンタ
クトホールＣ１０を通じて接続電極パターンＣＥＰと電気的に接続される。これよって、
画素領域の上部及び下部に形成された第５画素電極ＰＥ５は相互電気的に接続される。一
方、第６画素電極ＰＥ６は１つに接続された構造で画素領域の上部及び下部に形成される
。
【００８６】
　第１シールド部ＳＨ１の第１上部トレンチＴＵ１には第３データ配線ＤＬ３の上部と部
分的に重畳する第６画素電極ＰＥ６が形成されて第１シールド部ＳＨ１の第１下部トレン
チＴＤ１には第３データ配線ＤＬ３の下部と部分的に重畳する第５画素電極ＰＥ５が形成
される。
　第２シールド部ＳＨ２の第２上部トレンチＴＵ２には第１電源配線ＶＬ１の上部と重畳
する第５画素電極ＰＥ５が形成され、第２シールド部ＳＨ２の第２下部トレンチＴＤ２に
は第１電源配線ＶＬ１の下部と重畳する第６画素電極ＰＥ６が形成される。
【００８７】
　第１接続配線ＣＬ１は第１電源配線ＶＬ１と第８コンタクトホールＣ８を通じて電気的
に接続され、第２方向ＤＩ２に延長する。第１接続配線ＣＬ１は第６ソース電極ＳＥ６側
に突出して第３コンタクトホールＣ３を通じて第６ソース電極ＳＥ６と電気的に接続され
る。
　本実施形態によれば、第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は画素電極が形成された
トレンチを有することによって開口率を向上させることができる。
【００８８】
　＜実施形態３＞
　図１５は、本発明の実施形態３に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
　図１５を参照すると、液晶表示装置は液晶表示パネル１０００Ｂを含む。液晶表示パネ
ル１０００Ｂは実施形態１に係る液晶表示パネル１０００と比較する時、ストレージ配線
ＳＴＬをさらに含む。
　ストレージ配線ＳＴＬは第２方向ＤＩ２に延長され、ゲート配線ＧＬと隣接するように
配置される。ストレージ配線ＳＴＬにはストレージ電圧が印加される。
　ストレージ電圧はフレームと関わりなく、一定のレベルの直流電圧（ＤＣ；ｄｉｒｅｃ
ｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ）であってもよい。
【００８９】
　ストレージ配線ＳＴＬには基準電圧が印加される。第１電源配線ＶＬ１には基準電圧に
対して第１極性（－）の電圧が印加され、第２電源配線ＶＬ２には基準電圧に対して第２
極性（＋）の電圧が印加される。
　これに対応して、第１、第２、及び第３データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３）には第
１電源配線ＶＬ１に印加された電圧より高いレベルの第２極性（＋）の電圧が印加され、
第４、第５、及び第６データ配線（ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６）には第２電源配線ＶＬ２に
印加された電圧より低いレベルの第１極性（－）の電圧が印加される。
　例えば、ストレージ配線ＳＴＬは画素行の第１、第２、第３、第４、第５、及び第６画
素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６）に含まれたスイッチング素子の延長部と部
分的に重畳してストレージキャパシタを定義することができる。ストレージキャパシタに
よって、画素部に印加される電圧変動が減少することによって表示品質を向上させること
ができる。
【００９０】
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　以下では、図１５に示した第３画素部Ｐ３を例として、本実施形態に係る画素構造及び
製造方法を説明する。
　図１６は、図１５に示した液晶表示パネルの部分平面図であり、図１７は、図１５に示
したＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【００９１】
　図１６及び図１７を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｂは表示基板１００Ｂ、対向
基板２００及び液晶層３００を含む。液晶表示パネル１０００Ｂは実施形態１の液晶表示
パネル１０００と比較する時、実質的に同一の構成要素に対しては、詳細な説明を省略し
、実施形態１と同一の表示基板１００Ｂの構成要素に対しては反復する説明を簡略にする
。
【００９２】
　表示基板１００Ｂは第１ベース基板１０１、ゲート配線ＧＬ、ストレージ配線ＳＴＬ、
第１シールド部ＳＨ１、第２シールド部ＳＨ２、第３データ配線ＤＬ３、第１電源配線Ｖ
Ｌ１、第４データ配線ＤＬ４、第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、第７画素電極
ＰＥ７、第８画素電極ＰＥ８、第１接続配線ＣＬ１を含む。
【００９３】
　ゲート配線ＧＬは第２方向ＤＩ２に延長する。第５ゲート電極ＧＥ５及び第６ゲート電
極ＧＥ６はゲート配線ＧＬから突出する。
　ストレージ配線ＳＴＬは第２方向ＤＩ２に延長され、ゲート配線ＧＬと隣接するように
配置される。
【００９４】
　第１シールド部ＳＨ１は、第３画素部Ｐ３にデータ電圧を伝達する自己データ配線（ｓ
ｅｌｆ　ｄａｔａ　ｌｉｎｅ）、即ち、第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配置され
る。
　第１シールド部ＳＨ１は第３データ配線ＤＬ３の上部と隣接した第１上部シールドＳＵ
１及び第３データ配線ＤＬ３の下部と隣接した第１下部シールドＳＤ１を含む。第２シー
ルド部ＳＨ２は第１電源配線ＶＬ１（または、電源配線）と隣接するように配置される。
第２シールド部ＳＨ２は第１電源配線ＶＬの上部と隣接した第２上部シールドＳＵ２及び
第１電源配線ＶＬ１の下部と隣接した第２下部シールドＳＤ２を含む。
　第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は図９及び図１０のように、第１上部トレンチ
ＴＵ１、第１下部トレンチＴＤ１、第２上部トレンチＴＵ２、及び第２下部トレンチＴＤ
２で形成することができる。
【００９５】
　第３データ配線ＤＬ３は第１方向ＤＩ１に延長する。第５ソース電極ＳＥ５は第３デー
タ配線ＤＬ３に突出して第５ゲート電極ＧＥ５上に配置される。第５ドレイン電極ＤＥ５
は第５ソース電極ＳＥ５と離隔して、ストレージ配線ＳＴＬと部分的に重畳し、第１コン
タクトホールＣ１を通じて第５画素電極ＰＥ５と電気的に接続される。第５ドレイン電極
ＤＥ５は延長部を含み、延長部はストレージ配線ＳＴＬと部分的に重畳して第１ストレー
ジキャパシタＣＳＴ１を形成する。
【００９６】
　第６ソース電極ＳＥ６は第１接続配線ＣＬ１と第３コンタクトホールＣ３を通じて電気
的に接続され、第６ゲート電極ＧＥ６上に配置される。第１接続配線ＣＬ１は第１電源配
線ＶＬ１と電気的に接続される。第６ドレイン電極ＤＥ６は第６ソース電極ＳＥ６と離隔
して、ストレージ配線ＳＴＬと部分的に重畳し、第４コンタクトホールＣ４を通じて第６
画素電極ＰＥ６と電気的に接続される。第６ドレイン電極ＤＥ６は延長部を含み、延長部
はストレージ配線ＳＴＬと部分的に重畳して第２ストレージキャパシタＣＳＴ２を形成す
る。
【００９７】
　第４データ配線ＤＬ４は第１方向ＤＩ１に延長する。第７画素電極ＰＥ７は第７スイッ
チング素子（図１５の符号Ｔ７）を通じて第４データ配線ＤＬ４と電気的に接続され、第
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８画素電極ＰＥ８は第８スイッチング素子（図１５の符号Ｔ８）を通じて第２接続配線Ｃ
Ｌ２と電気的に接続される。
　第３データ配線ＤＬ３は第５画素電極ＰＥ５の幹部によって重畳し、第４データ配線Ｄ
Ｌ４は第７画素電極ＰＥ７の幹部によって重畳することができる。これによって、相異な
る極性を有する第３及び第４画素部Ｐ３、Ｐ４の間で発生する光漏れを防止することがで
きる。
【００９８】
　また、第１電源配線ＶＬ１と第４データ配線ＤＬ４間の間隔を十分に離隔させて配置す
る。第１電源配線ＶＬ１と第４データ配線ＤＬ４間隔は、約７μｍ～約１３μｍであって
もよい。これによって、相異なる極性を有する第３及び第４画素部Ｐ３、Ｐ４の間で発生
する光漏れを防止することができる。
　第１接続配線ＣＬ１及び第２接続配線（図１５の符号ＣＬ２）はゲート配線ＧＬと重畳
するように形成する。これによって、液晶表示パネルの開口率を増加させることができる
。
【００９９】
　図１８～図２０は、図１７に示した表示基板の製造方法を説明するための部分平面図で
ある。以下では、実施形態１と同一の構成要素に対しては反復する説明を省略する。
　図１７及び図１８を参照すると、第１ベース基板１０１上に第１金属層を形成し、第１
金属層をパターニングして第１金属パターンを形成する。第１金属パターンはゲート配線
ＧＬ、第５ゲート電極ＧＥ５、第６ゲート電極ＧＥ６、ストレージ配線ＳＴＬ、第１シー
ルド部ＳＨ１及び第２シールド部ＳＨ２を含む。
【０１００】
　ストレージ配線ＳＴＬは第２方向ＤＩ２に延長され、ゲート配線ＧＬと隣接するように
形成する。
　第１金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上にゲート絶縁膜１０２が第１金
属パターンを覆うように形成する。
【０１０１】
　図１７及び図１９を参照すると、ゲート絶縁膜１０２上に半導体層及び第２金属層を形
成し、半導体層及び第２金属層をパターニングして第２金属パターンを形成する。第２金
属パターンは第３データ配線ＤＬ３、第４データ配線ＤＬ４、第５ソース電極ＳＥ５、第
５ドレイン電極ＤＥ５、第６ソース電極ＳＥ６、第６ドレイン電極ＤＥ６、及び第１電源
配線ＶＬ１を含む。
【０１０２】
　第５ドレイン電極ＤＥ５は第５ソース電極ＳＥ５と離隔して、第５ドレイン電極ＤＥ５
の延長部はストレージ配線ＳＴＬと部分的に重畳する。第６ドレイン電極ＤＥ６は第６ソ
ース電極ＳＥ６と離隔して、第６ドレイン電極ＤＥ６の延長部はストレージ配線ＳＴＬと
部分的に重畳する。
【０１０３】
　図１７及び図２０を参照すると、第２金属パターンが形成された第１ベース基板１０１
上に第２金属パターンを覆う保護絶縁膜１０３を形成する。保護絶縁膜１０３及びゲート
絶縁膜１０２をエッチングして第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８コ
ンタクトホール（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８）を形成する。
　第１ベース基板１０１上に有機絶縁膜１０４を形成する。有機絶縁膜１０４をパターニ
ングして第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８コンタクトホール（Ｃ１
、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８）に対応する領域の有機絶縁膜１０４を除
去する。図示していないが、第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は実施形態２のよう
に、ゲート絶縁膜１０２、保護絶縁膜１０３、及び有機絶縁膜１０４を除去して第１上部
トレンチＴＵ１、第１下部トレンチＴＤ１、第２上部トレンチＴＵ２、及び第２下部トレ
ンチＴＤ２で形成することができる。
【０１０４】
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　第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８コンタクトホール（Ｃ１、Ｃ２
、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８）が形成された第１ベース基板１０１上に透明導
電層を形成し、透明導電層をパターニングして透明電極パターンを形成する。透明電極パ
ターンは第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、第７画素電極ＰＥ７、第８画素電極
ＰＥ８、及び第１接続配線ＣＬ１を含む。
【０１０５】
　第５画素電極ＰＥ５の幹部は第３データ配線ＤＬ３と重畳するように形成し、第７画素
電極ＰＥ７の幹部は第１電源配線ＶＬ１と重畳するように形成する。
　第１接続配線ＣＬ１はゲート配線ＧＬ上に形成してゲート配線ＧＬと重畳させる。
【０１０６】
　本実施形態によれば、一定のレベルの直流電圧が印加されるストレージ配線を形成する
ことによって、画素部の電圧変動を減少させ表示品質を向上させることができる。また、
相異なる極性を有する画素部の間のデータ配線及び電源配線を画素電極で重畳させること
によって、光漏れを防止することができる。また、電源配線とスイッチング素子を接続す
る接続配線をゲート配線と重畳させることによって、開口率を向上させることができる。
【０１０７】
　＜実施形態４＞
　図２１は、本発明の実施形態４に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
　図２１を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｃは、複数のデータ配線（ＤＬ１、ＤＬ
２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８、ＤＬ９、ＤＬ１０、ＤＬ１１、
ＤＬ１２）、第１バス配線ＢＬ１、第２バス配線ＢＬ２、第１電源配線ＶＬ１、第２電源
配線ＶＬ２、第１ゲート配線ＧＬ１、第２ゲート配線ＧＬ２、及び複数の画素部（Ｐ１、
Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１２）を含む。
複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１０、Ｐ１
１、Ｐ１２）は主要色画素を含む。
【０１０８】
　実施形態１のように、第１～第６画素部（Ｐ１～Ｐ６）は第１～第１２画素電極（ＰＥ
１～ＰＥ１２）を含む。第１～第１２画素電極（ＰＥ１～ＰＥ１２）は第１～第１２スイ
ッチング素子（Ｔ１～Ｔ１２）を通じて第１～第６データ配線（ＤＬ１～ＤＬ６）と電源
配線ＶＬ１、ＶＬ２、及び第１ゲート配線ＧＬ１に電気的に接続される。第１～第６画素
部（Ｐ１～Ｐ６）の詳細な接続構造に対する説明は省略する。
　第２ゲート配線ＧＬ２は、第２方向ＤＩ２に延長される。
【０１０９】
　図２１に示すように、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２は液晶表示パネルの周辺
領域で相互接続される。この場合、ゲート駆動部から出力されたゲート信号は相互接続さ
れた第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２には同時に印加される。
　または、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２が相互分離される。この場合、ゲート
駆動部は第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２のそれぞれにゲート信号を同一のタイミ
ングに同時に出力する。これによって、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２と電気的
に接続された２つの画素行を同時に駆動させることができる。
【０１１０】
　第７画素部Ｐ７は第１３画素電極ＰＥ１３、第１４画素電極ＰＥ１４、第１３スイッチ
ング素子Ｔ１３及び第１４スイッチング素子Ｔ１４を含む。
　第１３画素電極ＰＥ１３は第１３スイッチング素子Ｔ１３を通じて第７データ配線ＤＬ
７と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第７データ配線ＤＬ７は第１データ配線ＤＬ１
と第２データ配線ＤＬ２間に配置され、第２データ配線ＤＬ２と隣接するように配置され
る。第１４画素電極ＰＥ１４は第１３画素電極ＰＥ１３と離隔して、第１４スイッチング
素子Ｔ１４を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１４ス
イッチング素子Ｔ１４は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１１１】
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　第８画素部Ｐ８は第１５画素電極ＰＥ１５、第１６画素電極ＰＥ１６、第１５スイッチ
ング素子Ｔ１５及び第１６スイッチング素子Ｔ１６を含む。
　第１５画素電極ＰＥ１５は第１５スイッチング素子Ｔ１５を通じて第８データ配線ＤＬ
８と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第８データ配線ＤＬ８は第２データ配線ＤＬ２
と第３データ配線ＤＬ３間に配置され、第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配置され
る。第１６画素電極ＰＥ１６は第１５画素電極ＰＥ１５と離隔して、第１６スイッチング
素子Ｔ１６を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１６ス
イッチング素子Ｔ１６は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１１２】
　第９画素部Ｐ９は第１７画素電極ＰＥ１７、第１８画素電極ＰＥ１８、第１７スイッチ
ング素子Ｔ１７及び第１８スイッチング素子Ｔ１８を含む。
　第１７画素電極ＰＥ１７は第１７スイッチング素子Ｔ１７を通じて第９データ配線ＤＬ
９と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第９データ配線ＤＬ９は第３データ配線ＤＬ３
と第１電源配線ＶＬ１間に配置され、第１電源配線ＶＬ１と隣接するように配置される。
第１８画素電極ＰＥ１８は第１７画素電極ＰＥ１７と離隔して、第１８スイッチング素子
Ｔ１８を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１８スイッ
チング素子Ｔ１８は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１１３】
　第１０画素部Ｐ１０は第１９画素電極ＰＥ１９、第２０画素電極ＰＥ２０、第１９スイ
ッチング素子Ｔ１９及び第２０スイッチング素子Ｔ２０を含む。
　第１９画素電極ＰＥ１９は第１９スイッチング素子Ｔ１９を通じて第１０データ配線Ｄ
Ｌ１０と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１０データ配線ＤＬ１０は第４データ配
線ＤＬ４と第５データ配線ＤＬ５間に配置され、第５データ配線ＤＬ５と隣接するように
配置される。第２０画素電極ＰＥ２０は第１９画素電極ＰＥ１９と離隔して、第２０スイ
ッチング素子Ｔ２０を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。
第２０スイッチング素子Ｔ２０は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続
される。
【０１１４】
　第１１画素部Ｐ１１は第２１画素電極ＰＥ２１、第２２画素電極ＰＥ２２、第２１スイ
ッチング素子Ｔ２１及び第２２スイッチング素子Ｔ２２を含む。
　第２１画素電極ＰＥ２１は第２１スイッチング素子Ｔ２１を通じて第１１データ配線Ｄ
Ｌ１１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１１データ配線ＤＬ１１は第５データ配
線ＤＬ５と第６データ配線ＤＬ６間に配置され、第６データ配線ＤＬ６と隣接するように
配置される。第２２画素電極ＰＥ２２は第２１画素電極ＰＥ２１と離隔して、第２２スイ
ッチング素子Ｔ２２を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。
第２２スイッチング素子Ｔ２２は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続
される。
【０１１５】
　第１２画素部Ｐ１２は第２３画素電極ＰＥ２３、第２４画素電極ＰＥ２４、第２３スイ
ッチング素子Ｔ２３及び第２４スイッチング素子Ｔ２４を含む。
　第２３画素電極ＰＥ２３は第２３スイッチング素子Ｔ２３を通じて第１２データ配線Ｄ
Ｌ１２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１２データ配線ＤＬ１２は第６データ配
線ＤＬ６と第２電源配線ＶＬ２間に配置され、第２電源配線ＶＬ２と隣接するように配置
される。第２４画素電極ＰＥ２４は第２３画素電極ＰＥ２３と離隔して、第２４スイッチ
ング素子Ｔ２４を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第２
４スイッチング素子Ｔ２４は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続され
る。
【０１１６】
　第１電源配線ＶＬ１には基準電圧に対して第１極性（－）の電圧が印加され、第２電源
配線ＶＬ２には基準電圧に対して第２極性（＋）の電圧が印加される。第１、第２、第３
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、第７、第８、及び第９データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ７、ＤＬ８、ＤＬ９
）には第１電源配線ＶＬ１に印加された電圧より高いレベルの電圧、即ち、第２極性（＋
）の電圧が印加され、第４、第５、第６、第１０、第１１及び第１２データ配線（ＤＬ４
、ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ１０、ＤＬ１１、ＤＬ１２）には第２電源配線ＶＬ２に印加され
た電圧より低いレベルの電圧、即ち、第１極性（－）の電圧が印加される。
【０１１７】
　本実施形態によれば、１つの画素列が２つのデータ配線によってデータ電圧を印加され
、２つの画素行が２つのゲート配線によって１つのゲート信号を印加受けることによって
、１水平周期１Ｈの間、２つの画素行が駆動される。即ち、液晶表示パネル１０００Ｃは
、高速駆動を可能とする。また、三つの画素部が１つの電源配線を共有して同一の極性の
データ電圧が印加されることによって、ブラック状態の光漏れの発生を最小化することが
できる。また、電源配線の個数を減らすことによって開口率を向上させることができる。
【０１１８】
　図２２は図２１に示した液晶表示パネルの部分平面図である。
　以下では、実施形態１と同一の構成要素については反復する説明を簡略、又は、省略す
る。
　図２１及び図２２を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｃは第３データ配線ＤＬ３、
第９データ配線ＤＬ９、第１電源配線ＶＬ１、第１ゲート配線ＧＬ１、及び第３画素部Ｐ
３を含む。
【０１１９】
　第３データ配線ＤＬ３及び第９データ配線ＤＬ９は第１方向ＤＩ１に延長され、第３デ
ータ配線ＤＬ３と第９データ配線ＤＬ９間に第３画素部Ｐ３が配置される。第１電源配線
ＶＬ１は第９データ配線ＤＬ９と隣接するように配置される。
　第１ゲート配線ＧＬ１は第２方向ＤＩ２に延長する。
【０１２０】
　第３画素部Ｐ３は第５スイッチング素子Ｔ５、第５画素電極ＰＥ５、第６スイッチング
素子Ｔ６、第６画素電極ＰＥ６、第１シールド部ＳＨ１及び第２シールド部ＳＨ２を含む
。
　第５スイッチング素子Ｔ５は第１ゲート配線ＧＬ１と接続された第５ゲート電極ＧＥ５
と、第３データ配線ＤＬ３と接続された第５ソース電極ＳＥ５、及び第５ソース電極ＳＥ
５と離隔して第５画素電極ＰＥ５と第１コンタクトホールＣ１を通じて接続された第５ド
レイン電極ＤＥ５を含む。
【０１２１】
　第６スイッチング素子Ｔ６は第１ゲート配線ＧＬ１と接続された第６ゲート電極ＧＥ６
、第１電源配線ＶＬ１と電気的に接続された第１接続配線ＣＬ１を通じて接続された第６
ソース電極ＳＥ６、及び第６ソース電極ＳＥ６と離隔して第６画素電極ＰＥ６と第４コン
タクトホールＣ４を通じて接続された第６ドレイン電極ＤＥ６を含む。第６ソース電極Ｓ
Ｅ６は第３コンタクトホールＣ３を通じて第１接続配線ＣＬ１と接続される。
【０１２２】
　第１シールド部ＳＨ１は自身の画素部、即ち、第３画素部Ｐ３にデータ電圧を伝達する
第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配置され、第１上部シールドＳＵ１及び第１下部
シールドＳＤ１を含む。
【０１２３】
　第２シールド部ＳＨ２は隣の画素部、即ち、第３画素部Ｐ３と第１方向ＤＩ１に接する
第９画素部Ｐ９にデータ電圧を伝達する第９データ配線ＤＬ９と隣接するように配置され
、第２上部シールドＳＵ２及び第２下部シールドＳＤ２を含む。第１及び第２シールド部
ＳＨ１、ＳＨ２は金属パターンであり、例えば、第１ゲート配線ＧＬ１と同一の金属層か
ら形成された金属パターンであってもよい。
【０１２４】
　本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図５～図８を参照として説明した実施形態１
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の表示基板の製造方法と実質的に同一である。
　但し、第９データ配線ＤＬ９は第３データ配線ＤＬ３を含む第２金属パターンを形成す
る段階で形成されてもよい。よって、本実施形態に係る表示基板の製造方法は省略する。
【０１２５】
　＜実施形態５＞
　図２３は、本発明の実施形態５に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
　図２１及び図２３を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｄは実施形態４と比較する時
、第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２が実施形態２のトレンチ構造を有するのを除い
ては実質的に同一である。
【０１２６】
　液晶表示パネル１０００Ｄは第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２及び接続電極パタ
ーンＣＥＰを含む。第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は実施形態２の図１０を参照
して説明する。
【０１２７】
　第１シールド部ＳＨ１は自身の画素部、即ち、第３画素部Ｐ３にデータ電圧を伝達する
第３データ配線ＤＬ３と隣接するように配置され、第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部
トレンチＴＤ１を含む。第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部トレンチＴＤ１はゲート絶
縁膜１０２、保護絶縁膜１０３及び有機絶縁膜１０４が除去されて形成される。第１上部
トレンチＴＵ１には第３データ配線ＤＬ３の上部と部分的に重畳する第６画素電極ＰＥ６
が形成され、第１下部トレンチＴＤ１には第３データ配線ＤＬ３の下部と部分的に重畳す
る第５画素電極ＰＥ５が形成される。
【０１２８】
　第２シールド部ＳＨ２は隣の画素部、即ち、第３画素部Ｐ３と第１方向ＤＩ１に接する
第９画素部Ｐ９にデータ電圧を伝達する第９データ配線ＤＬ９と隣接するように配置され
、第２上部トレンチＴＵ２と第２下部トレンチＴＤ２を含む。第２上部トレンチＴＵ２及
び第２下部トレンチＴＤ２はゲート絶縁膜１０２、保護絶縁膜１０３及び有機絶縁膜１０
４が除去されて形成される。第２上部トレンチＴＵ２には第９データ配線ＤＬ９の上部と
重畳する第５画素電極ＰＥ５が形成され、第２下部トレンチＴＤ２には第９データ配線Ｄ
Ｌ９の下部と重畳する第６画素電極ＰＥ６が形成される。
【０１２９】
　接続電極パターンＣＥＰは第１金属パターンであってもよい。接続電極パターンＣＥＰ
は画素領域の中央の部分に第２方向ＤＩ２に延長され、画素領域の下部に配置された第５
画素電極ＰＥ５と上部に配置された第５画素電極ＰＥ５とを電気的に接続する。接続電極
パターンＣＥＰは第９コンタクトホールＣ９を通じて、第３データ配線ＤＬ３と部分的に
重畳した第５画素電極ＰＥ５と電気的に接続され、第１０コンタクトホールＣ１０を通じ
て第９データ配線ＤＬ９と部分的に重畳した第５画素電極ＰＥ５と電気的に接続される。
【０１３０】
　第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は実施形態１と同一のデータ配線又は電源配線
の電界（電場）が漏洩するのを遮断し、また、データ配線又は電源配線と画素電極との間
の光漏れを防止することができる。さらに、本実施形態の第１及び第２シールド部ＳＨ１
、ＳＨ２はトレンチ内に画素電極が形成される構造を有することによって、第１金属パタ
ーンで形成された実施形態１に比べて開口率を向上させることができる。
【０１３１】
　本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図１１～図１４を参照として説明した実施形
態２の表示基板の製造方法と実質的に同一である。
　ただ、第９データ配線ＤＬ９は第３データ配線ＤＬ３を含む第２金属パターンを形成す
る段階で形成されることができる。よって、本実施形態に係る表示基板の製造方法は省略
する。
【０１３２】
　＜実施形態６＞
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　図２４は、本発明の実施形態６に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
　図２４を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｅは、実施形態４の液晶表示パネル１０
００Ｃと比較する時、第１ストレージ配線ＳＴＬ１及び第２ストレージ配線ＳＴＬ２をさ
らに含む。
【０１３３】
　第１ストレージ配線ＳＴＬ１は第２方向ＤＩ２に延長され、第１ゲート配線ＧＬ１と隣
接するように配置される。第１ストレージ配線ＳＴＬ１は第１ゲート配線ＧＬ１と電気的
に接続された画素行の画素部に含まれたスイッチング素子の延長部と部分的に重畳してス
トレージキャパシタを形成する。
【０１３４】
　第２ストレージ配線ＳＴＬ２は第２方向ＤＩ２に延長され、第２ゲート配線ＧＬ２と隣
接するように配置される。第２ストレージ配線ＳＴＬ２は第２ゲート配線ＧＬ２と電気的
に接続された画素行の画素部に含まれたスイッチング素子の延長部と部分的に重畳してス
トレージキャパシタを形成する。ストレージキャパシタによって画素部の電圧変動を減少
させて表示品質を向上させることができる。
【０１３５】
　図２４に示すように、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２は液晶表示パネルの周辺
領域で相互接続される。この場合、ゲート駆動部から出力されたゲート信号は相互接続さ
れた第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２には同時に印加される。
　または、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２が相互分離される。この場合、ゲート
駆動部は第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２のそれぞれにゲート信号を同一のタイミ
ングで同時に出力する。これによって、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２と電気的
に接続された２つの画素行を同時に駆動させることができる。
【０１３６】
　本実施形態に係る画素は、実施形態１の第１金属パターンで形成された第１及び第２シ
ールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含み、または、実施形態２とトレンチ構造の第１及び第２シー
ルド部ＳＨ１、ＳＨ２を含むことができる。
【０１３７】
　図２５は、図２４に示した液晶表示パネルの部分平面図である。
　以下では実施形態５と同一の構成要素に対しては反復する説明を簡略に、または、省略
する。
　図２４及び図２５を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｅは第３データ配線ＤＬ３、
第９データ配線ＤＬ９、第１電源配線ＶＬ１、第１ゲート配線ＧＬ１、第１ストレージ配
線ＳＴＬ１、及び第３画素部Ｐ３を含む。
　第１ゲート配線ＧＬ１は第２方向ＤＩ２に延長される。
【０１３８】
　第１ストレージ配線ＳＴＬ１は第２方向ＤＩ２に延長され、第１ゲート配線ＧＬ１と隣
接するように配置される。
　第３画素部Ｐ３は第５スイッチング素子Ｔ５、第５画素電極ＰＥ５、第６スイッチング
素子Ｔ６、第６画素電極ＰＥ６、第１シールド部ＳＨ１及び第２シールド部ＳＨ２を含む
。
【０１３９】
　第５スイッチング素子Ｔ５は第１ゲート配線ＧＬ１と接続された第５ゲート電極ＧＥ５
と、第３データ配線ＤＬ３と接続された第５ソース電極ＳＥ５、及び第５ソース電極ＳＥ
５と離隔した第５ドレイン電極ＤＥ５とを含む。
　第５ドレイン電極ＤＥ５の延長部は第１ストレージ配線ＳＴＬ１と部分的に重畳して、
第５画素電極ＰＥ５と第１コンタクトホールＣ１を通じて接続される。第５ドレイン電極
ＤＥ５の延長部、延長部と部分的に重畳した第１ストレージ配線ＳＴＬ１及びその間に配
置されたゲート絶縁膜によって第１ストレージキャパシタＣＳＴ１が形成される。
【０１４０】
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　第６スイッチング素子Ｔ６は第１ゲート配線ＧＬ１と接続された第６ゲート電極ＧＥ６
、第１電源配線ＶＬ１と電気的に接続された第１接続配線ＣＬ１を通じて接続された第６
ソース電極ＳＥ６、及び第６ソース電極ＳＥ６と離隔した第６ドレイン電極ＤＥ６を含む
。
　第６ドレイン電極ＤＥ６の延長部は第１ストレージ配線ＳＴＬ１と部分的に重畳して、
第６画素電極ＰＥ６と第４コンタクトホールＣ４を通じて接続される。第６ソース電極Ｓ
Ｅ６は第３コンタクトホールＣ３を通じて第１接続配線ＣＬ１と接続される。第６ドレイ
ン電極ＤＥ６の延長部及び延長部と部分的に重畳した第１ストレージ配線ＳＴＬ１によっ
て第２ストレージキャパシタＣＳＴ２が形成される。
【０１４１】
　本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図１８～図２０を参照で説明した実施形態３
の表示基板の製造方法と実質的に同一である。
　即ち、第１金属パターンは第１ゲート配線ＧＬ１、第２ゲート配線ＧＬ２、第１ストレ
ージ配線ＳＴＬ１、及び第２ストレージ配線ＳＴＬ２を含み、第２金属パターンが第１～
第１６データ配線（ＤＬ１～ＤＬ１６）を含む。よって、本実施形態に係る表示基板の製
造方法は省略する。
【０１４２】
　＜実施形態７＞
　図２６は、本発明の実施形態７に係る液晶表示パネルの概念図である。
　図１及び図２６を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｆは、パッド部４００、複数の
データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８）、第
１バス配線ＢＬ１、第２バス配線ＢＬ２、第１電源配線ＶＬ１、第２電源配線ＶＬ２、ゲ
ート配線ＧＬ、及び複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８）
を含む。
　以下では、実施形態１と同一の構成要素に対しては反復する説明を簡略にする。
【０１４３】
　パッド部４００は、液晶表示パネル１０００Ｆの第１周辺領域ＰＡ１に配置されてデー
タ配線と接続された複数のパッドを含む。
　データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８）の
それぞれは第１方向ＤＩ１に延長され、第２方向ＤＩ２に配列される。
【０１４４】
　第１バス配線ＢＬ１は第２方向ＤＩ２に延長され、液晶表示パネル１０００Ｆの第１周
辺領域ＰＡ１に配置される。
　第２バス配線ＢＬ２は第２方向ＤＩ２に延長され、第１バス配線ＢＬ１と隣接した第１
周辺領域ＰＡ１に配置される。
【０１４５】
　第１電源配線ＶＬ１は第１バス配線ＢＬ１に接続されて第１方向ＤＩ１に延長する。第
２電源配線ＶＬ２は第２バス配線ＢＬ２に接続されて第１方向ＤＩ２に延長する。
　第１電源配線ＶＬ１と第２電源配線ＶＬ２間には複数の画素部（Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ
８）が配列され、第１及び第２電源配線ＶＬ１、ＶＬ２のそれぞれは複数の画素部（Ｐ１
、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８）に電圧を提供する。
　ゲート配線ＧＬは、第２方向ＤＩ２に延長される。
【０１４６】
　複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８）は主要色画素及び
多元色（ｍｕｌｔｉ－ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｌｏｒ）画素を含む。
　主要色画素は赤色画素、緑色画素及び青色画素を含み、多元色画素はホワイト、イエロ
ー、シアン及びマゼンタ画素などを含むことができる。
　本実施形態では、多元色画素はホワイト画素の場合を例とする。多元色画素をさらに含
む場合、液晶表示パネルの透過率が向上され、色再現性範囲（色域）が広くなり、人の目
で容認できるすべての色を再現することができる。



(26) JP 5951198 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

【０１４７】
　第１画素部Ｐ１は第１画素電極ＰＥ１、第２画素電極ＰＥ２、第１スイッチング素子Ｔ
１及び第２スイッチング素子Ｔ２を含む。
　第１画素電極ＰＥ１は第１スイッチング素子Ｔ１を通じて第１データ配線ＤＬ１とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第２画素電極ＰＥ２は、第１画素電極ＰＥ１と離隔して、第２
スイッチング素子Ｔ２を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。第２
スイッチング素子Ｔ２は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１４８】
　第２画素部Ｐ２は第３画素電極ＰＥ３、第４画素電極ＰＥ４、第３スイッチング素子Ｔ
３及び第４スイッチング素子Ｔ４を含む。
　第３画素電極ＰＥ３は第３スイッチング素子Ｔ３を通じて第２データ配線ＤＬ２とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第４画素電極ＰＥ４は第３画素電極ＰＥ３と離隔して、第４ス
イッチング素子Ｔ４を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。第４ス
イッチング素子Ｔ４は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１４９】
　第３画素部Ｐ３は第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、第５スイッチング素子Ｔ
５及び第６スイッチング素子Ｔ６を含む。
　第５画素電極ＰＥ５は第５スイッチング素子Ｔ５を通じて第３データ配線ＤＬ３とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第６画素電極ＰＥ６は第５画素電極ＰＥ５と離隔して、第６ス
イッチング素子Ｔ６を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。第６ス
イッチング素子Ｔ６は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１５０】
　第４画素部Ｐ４は第７画素電極ＰＥ７、第８画素電極ＰＥ８、第７スイッチング素子Ｔ
７及び第８スイッチング素子Ｔ８を含む。
　第７画素電極ＰＥ７は第７スイッチング素子Ｔ７を通じて第４データ配線ＤＬ４とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第８画素電極ＰＥ８は第７画素電極ＰＥ７と離隔して、第８ス
イッチング素子Ｔ８を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。第８ス
イッチング素子Ｔ８は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１５１】
　第５画素部Ｐ５は第９画素電極ＰＥ９、第１０画素電極ＰＥ１０、第９スイッチング素
子Ｔ９及び第１０スイッチング素子Ｔ１０を含む。
　第９画素電極ＰＥ９は第９スイッチング素子Ｔ９を通じて第５データ配線ＤＬ５とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第１０画素電極ＰＥ１０は第９画素電極ＰＥ９と離隔して、第
１０スイッチング素子Ｔ１０を通じて第２電源配線ＶＬ２とゲート配線ＧＬに接続される
。第１０スイッチング素子Ｔ１０は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接
続される。
【０１５２】
　第６画素部Ｐ６は第１１画素電極ＰＥ１１、第１２画素電極ＰＥ１２、第１１スイッチ
ング素子Ｔ１１及び第１２スイッチング素子Ｔ１２を含む。
　第１１画素電極ＰＥ１１は第１１スイッチング素子Ｔ１１を通じて第６データ配線ＤＬ
６とゲート配線ＧＬに接続される。第１２画素電極ＰＥ１２は第１１画素電極ＰＥ１１と
離隔して、第１２スイッチング素子Ｔ１２を通じて第２電源配線ＶＬ２とゲート配線ＧＬ
に接続される。第１２スイッチング素子Ｔ１２は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配
線ＶＬ２と接続される。
【０１５３】
　第７画素部Ｐ７は第１３画素電極ＰＥ１３、第１４画素電極ＰＥ１４、第１３スイッチ
ング素子Ｔ１３及び第１４スイッチング素子Ｔ１４を含む。
　第１３画素電極ＰＥ１３は第１３スイッチング素子Ｔ１３を通じて第７データ配線ＤＬ
７とゲート配線ＧＬに接続される。第１４画素電極ＰＥ１４は第１５画素電極ＰＥ１５と
離隔して、第１４スイッチング素子Ｔ１４を通じて第２電源配線ＶＬ２とゲート配線ＧＬ
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に接続される。第１４スイッチング素子Ｔ１４は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配
線ＶＬ２と接続される。
【０１５４】
　第８画素部Ｐ８は第１５画素電極ＰＥ１５、第１６画素電極ＰＥ１６、第１５スイッチ
ング素子Ｔ１５及び第１６スイッチング素子Ｔ１６を含む。
　第１５画素電極ＰＥ１５は第１５スイッチング素子Ｔ１５を通じて第８データ配線ＤＬ
８とゲート配線ＧＬに接続される。第１６画素電極ＰＥ１６は第１５画素電極ＰＥ１５と
離隔して、第１６スイッチング素子Ｔ１６を通じて第２電源配線ＶＬ２とゲート配線ＧＬ
に接続される。第１６スイッチング素子Ｔ１６は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配
線ＶＬ２と接続される。
【０１５５】
　第１電源配線ＶＬ１には基準電圧に対して第１極性（－）の電圧が印加されて、第２電
源配線ＶＬ２には基準電圧に対して第２極性（＋）の電圧が印加される。
　第１、第２、第３及び第４データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４）には第１電
源配線ＶＬ１に印加された電圧より高いレベルの第２極性（＋）の電圧が印加され、第５
、第６、第７及び第８データ配線（ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８）には第２電源配線
ＶＬ２に印加された電圧より低いレベルの第１極性（－）の電圧が印加される。
　例えば、第１極性（－）は基準電圧のレベルより小さいレベルの電圧であり、第２極性
（＋）は基準電圧のレベルより高いレベルの電圧であってもよい。
【０１５６】
　本実施形態によれば、４つの画素部が１つの電源配線を共有し、同一の極性のデータ電
圧が印加されることによって、ブラック状態の光漏れ発生を最小化することができる。ま
た、電源配線の個数を減らすことによって、開口率を向上させることができる。
【０１５７】
　本実施形態に係る第４画素部Ｐ４の画素構造は、図３に示した実施形態１の第３画素部
Ｐ３と同一であってもよい。図３に示した第３画素部Ｐ３のように、本実施形態に係る画
素部は第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含み、また、第１及び第２シールド部Ｓ
Ｈ１、ＳＨ２は金属パターンで形成される。
　この場合、本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図５～図８を参照した実施形態１
に係る表示基板の製造方法と実質的に同一であってもよい。ただ、第１及び第２電源配線
ＶＬ１、ＶＬ２のそれぞれが４つの画素部を単位で配列される。
【０１５８】
　また、本実施形態に係る第４画素部Ｐ４の構造は、図９に示した実施形態２の第３画素
部Ｐ３と同一であってもよい。図９に示した第３画素部Ｐ３のように、本実施形態に係る
画素部は第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含むことができ、また、第１及び第２
シールド部ＳＨ１、ＳＨ２はトレンチ構造で形成される。
　この場合、本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図１１～図１４を参照した実施形
態２に係る表示基板の製造方法と実質的に同一であってもよい。ただ、第１及び第２電源
配線ＶＬ１、ＶＬ２のそれぞれが４つの画素部を単位で配列される。
【０１５９】
　＜実施形態８＞
　図２７は、本発明の実施形態８に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
　図２７を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｇは実施形態７と比較する時、ストレー
ジ配線ＳＴＬをさらに含む。
【０１６０】
　ストレージ配線ＳＴＬは第２方向ＤＩ２に延長され、ゲート配線ＧＬと隣接するように
配置される。ストレージ配線ＳＴＬにはストレージ電圧が印加される。ストレージ電圧は
フレームに関りなく一定のレベルの直流電圧であってもよい。
【０１６１】
　例えば、ストレージ配線ＳＴＬは画素行の第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７
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、及び第８画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８）に含まれた第１
～第１６スイッチング素子（Ｔ１～Ｔ１６）の延長部と部分的に重畳して複数のストレー
ジキャパシタを形成する。ストレージキャパシタによって画素部の電圧変動を減少するこ
とによって表示品質を向上させることができる。
【０１６２】
　本実施形態に係る第４画素部Ｐ４は、図１６に示した実施形態３の第３画素部Ｐ３と同
一であってもよい。図１６に示した第３画素部Ｐ３のように、本実施形態に係る第４画素
部Ｐ４の第７スイッチング素子の延長部はストレージ配線ＳＴＬと部分的に重畳して第１
ストレージキャパシタを形成し、第８スイッチング素子の延長部はストレージ配線ＳＴＬ
と部分的に重畳して第２ストレージキャパシタを形成することができる。
　この場合、本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図１８～図２０を参照した実施形
態３に係る表示基板の製造方法と実質的に同一であってもよい。ただ、第１及び第２電源
配線ＶＬ１、ＶＬ２のそれぞれが４つの画素部を単位で配列される。
【０１６３】
　また、本実施形態に係る画素部は実施形態１のように、金属パターンの第１及び第２シ
ールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含み、
　この場合、本実施形態に係る表示基板の製造方法は実施形態１に係る表示基板の製造方
法と実質的に同一であってもよい。
　また、本実施形態に係る画素部は実施形態２のように、トレンチ構造の第１及び第２シ
ールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含み、
　この場合、本実施形態に係る表示基板の製造方法は実施形態２に係る表示基板の製造方
法と実質的に同一であってもよい。
【０１６４】
　＜実施形態９＞
　図２８は、本発明の実施形態９に係る液晶表示パネルの概念図である。
　図２８を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｈは複数のデータ配線（ＤＬ１、ＤＬ２
、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８、ＤＬ９、ＤＬ１０、ＤＬ１１、Ｄ
Ｌ１２、ＤＬ１３、ＤＬ１４、ＤＬ１５、ＤＬ１６）、第１バス配線ＢＬ１、第２バス配
線ＢＬ２、第１電源配線ＶＬ１、第２電源配線ＶＬ２、第１ゲート配線ＧＬ１、第２ゲー
ト配線ＧＬ２、及び複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８、
Ｐ９、Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１２、Ｐ１３、Ｐ１４、Ｐ１５、Ｐ１６）を含む。
【０１６５】
　複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１０、Ｐ
１１、Ｐ１２、Ｐ１３、Ｐ１４、Ｐ１５、Ｐ１６）は、主要色画素及び多元色画素を含む
。主要色画素は赤色画素、緑色画素及び青色画素を含み、多元色画素はホワイト、イエロ
ー、シアン及びマゼンタ画素などを含むことができる。本実施形態では多元色画素はホワ
イト画素の場合を例とする。
【０１６６】
　図２６に示した実施形態７のように、第１～第８画素部（Ｐ１～Ｐ８）は第１～第１６
画素電極（ＰＥ１～ＰＥ１６）を含む。第１～第１６画素電極（ＰＥ１～ＰＥ１６）は第
１～第１６スイッチング素子（Ｔ１～Ｔ１６）を通じて第１～第８データ配線（ＤＬ１～
ＤＬ８）と第１及び第２電源配線ＶＬ１、ＶＬ２及び第１ゲート配線ＧＬ１に電気的に接
続される。本実施形態では第１～第８画素部（Ｐ１～Ｐ８）の詳細な接続構造に対する説
明は省略する。
【０１６７】
　第２ゲート配線ＧＬ２は第２方向ＤＩ２に延長され、第１ゲート配線ＧＬ１と電気的に
接続される。図２８に示すように、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２は液晶表示パ
ネルの周辺領域で相互接続される。この場合、ゲート駆動部から出力されたゲート信号は
相互接続された第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２には同時に印加される。
　または、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２が相互分離することができる。この場
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合、ゲート駆動部は第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２のそれぞれにゲート信号を同
一のタイミングで同時に出力する。これによって、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ
２と電気的に接続された２つの画素行を同時に駆動させることができる。
【０１６８】
　第９画素部Ｐ９は第１７画素電極ＰＥ１７、第１８画素電極ＰＥ１８、第１７スイッチ
ング素子Ｔ１７及び第１８スイッチング素子Ｔ１８を含む。
　第１７画素電極ＰＥ１７は第１７スイッチング素子Ｔ１７を通じて第９データ配線ＤＬ
９と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第９データ配線ＤＬ９は第１データ配線ＤＬ１
と第２データ配線ＤＬ２間に配置され、第２データ配線ＤＬ２と隣接するように配置され
る。第１８画素電極ＰＥ１８は第１７画素電極ＰＥ１７と離隔して、第１８スイッチング
素子Ｔ１８を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１８ス
イッチング素子Ｔ１８は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続される。
【０１６９】
　第１０画素部Ｐ１０は第１９画素電極ＰＥ１９、第２０画素電極ＰＥ２０、第１９スイ
ッチング素子Ｔ１９及び第２０スイッチング素子Ｔ２０を含む。
　第１９画素電極ＰＥ１９は第１９スイッチング素子Ｔ１９を通じて第１０データ配線Ｄ
Ｌ１０と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１０データ配線ＤＬ１０は第２データ配
線ＤＬ２と第３データ配線ＤＬ３間に配置され、第３データ配線ＤＬ３と隣接するように
配置される。第２０画素電極ＰＥ２０は第１９画素電極ＰＥ１９と離隔して、第２０スイ
ッチング素子Ｔ２０を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。
第２０スイッチング素子Ｔ２０は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続
される。
【０１７０】
　第１１画素部Ｐ１１は第２１画素電極ＰＥ２１、第２２画素電極ＰＥ２２、第２１スイ
ッチング素子Ｔ２１及び第２２スイッチング素子Ｔ２２を含む。
　第２１画素電極ＰＥ２１は第２１スイッチング素子Ｔ２１を通じて第１１データ配線Ｄ
Ｌ１１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１１データ配線ＤＬ１１は第３データ配
線ＤＬ３と第４データ配線ＤＬ４間に配置され、第４データ配線ＤＬ４と隣接するように
配置される。第２２画素電極ＰＥ２２は第２０画素電極ＰＥ２０と離隔して、第２２スイ
ッチング素子Ｔ２２を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。
第２２スイッチング素子Ｔ２２は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続
される。
【０１７１】
　第１２画素部Ｐ１２は第２３画素電極ＰＥ２３、第２４画素電極ＰＥ２４、第２３スイ
ッチング素子Ｔ２３及び第２４スイッチング素子Ｔ２４を含む。
　第２３画素電極ＰＥ２３は第２３スイッチング素子Ｔ２３を通じて第１２データ配線Ｄ
Ｌ１２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１２データ配線ＤＬ１２は第４データ配
線ＤＬ４と第１電源配線ＶＬ１間に配置され、第１電源配線ＶＬ１と隣接するように配置
される。第２４画素電極ＰＥ２４は第２３画素電極ＰＥ２３と離隔して、第２４スイッチ
ング素子Ｔ２４を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第２
４スイッチング素子Ｔ２４は第１接続配線ＣＬ１を通じて第１電源配線ＶＬ１と接続され
る。
【０１７２】
　第１３画素部Ｐ１３は第２５画素電極ＰＥ２５、第２６画素電極ＰＥ２６、第２５スイ
ッチング素子Ｔ２５及び第２６スイッチング素子Ｔ２６を含む。
　第２５画素電極ＰＥ２５は第２５スイッチング素子Ｔ２５を通じて第１３データ配線Ｄ
Ｌ１３と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１３データ配線ＤＬ１３は第５データ配
線ＤＬ５と第６データ配線ＤＬ６間に配置され、第６データ配線ＤＬ６と隣接するように
配置される。第２６画素電極ＰＥ２６は第２５画素電極ＰＥ２５と離隔して、第２６スイ
ッチング素子Ｔ２６を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。



(30) JP 5951198 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

第２６スイッチング素子Ｔ２６は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続
される。
【０１７３】
　第１４画素部Ｐ１４は第２７画素電極ＰＥ２７、第２８画素電極ＰＥ２８、第２７スイ
ッチング素子Ｔ２７及び第２８スイッチング素子Ｔ２８を含む。
　第２７画素電極ＰＥ２７は第２７スイッチング素子Ｔ２７を通じて第１４データ配線Ｄ
Ｌ１４と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１４データ配線ＤＬ１４は第６データ配
線ＤＬ６と第７データ配線ＤＬ７間に配置され、第７データ配線ＤＬ７と隣接するように
配置される。第２８画素電極ＰＥ２８は第２７画素電極ＰＥ２７と離隔して、第２８スイ
ッチング素子Ｔ２８を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。
第２８スイッチング素子Ｔ２８は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続
される。
【０１７４】
　第１５画素部Ｐ１５は第２９画素電極ＰＥ２９、第３０画素電極ＰＥ３０、第２９スイ
ッチング素子Ｔ２９及び第３０スイッチング素子Ｔ３０を含む。
　第２９画素電極ＰＥ２９は第２９スイッチング素子Ｔ２９を通じて第１５データ配線Ｄ
Ｌ１５と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１５データ配線ＤＬ１５は第７データ配
線ＤＬ７と第８データ配線ＤＬ８間に配置され、第８データ配線ＤＬ８と隣接するように
配置される。第３０画素電極ＰＥ３０は第２９画素電極ＰＥ２９と離隔して、第３０スイ
ッチング素子Ｔ３０を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。
第３０スイッチング素子Ｔ３０は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続
される。
【０１７５】
　第１６画素部Ｐ１６は第３１画電極ＰＥ３１、第３２画素電極ＰＥ３２、第３１スイッ
チング素子Ｔ３１及び第３２スイッチング素子Ｔ３２を含む。
　第３１画素電極ＰＥ３１は第３１スイッチング素子Ｔ３１を通じて第１６データ配線Ｄ
Ｌ１６と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第１６データ配線ＤＬ１６は第８データ配
線ＤＬ８と第２電源配線ＶＬ２間に配置され、第２電源配線ＶＬ２と隣接するように配置
される。第３２画素電極ＰＥ３２は第３１画素電極ＰＥ３１と離隔して、第３２スイッチ
ング素子Ｔ３２を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２に接続される。第３
２スイッチング素子Ｔ３２は第２接続配線ＣＬ２を通じて第２電源配線ＶＬ２と接続され
る。
【０１７６】
　第１電源配線ＶＬ１には基準電圧に対して第１極性（－）の電圧が印加され、第２電源
配線ＶＬ２には基準電圧に対して第２極性（＋）の電圧が印加される。
　第１、第２、第３、第４、第９、第１０、第１１、及び第１２データ配線（ＤＬ１、Ｄ
Ｌ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ９、ＤＬ１０、ＤＬ１１、ＤＬ１２）には第１電源配線ＶＬ
１に印加された電圧より高いレベルの第２極性（＋）の電圧が印加され、第５、第６、第
７、第８、第１３、第１４、第１５、及び第１６データ配線（ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、
ＤＬ８、ＤＬ１３、ＤＬ１４、ＤＬ１５、ＤＬ１６）には第２電源配線ＶＬ２に印加され
た電圧より低いレベルの第１極性（－）の電圧が印加される。
【０１７７】
　本実施形態によれば、１つの画素列が２つのデータ配線によってデータ電圧を印加され
、２つの画素行が１つのゲート信号を印加されることによって、１水平周期１Ｈの間、２
つの画素行が駆動されることとなる。即ち、液晶表示パネル１０００Ｈは高速駆動を可能
とすることができる。また、４つの画素部が１つの電源配線を共有して同一の極性のデー
タ電圧が印加されることによって、ブラック状態の光漏れ発生を最小化することができる
。また、電源配線の個数を減らすことによって、開口率を向上させることができる。
【０１７８】
　本実施形態に係る第４画素部Ｐ４の画素構造は、図２２に示した実施形態４の第３画素
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部Ｐ３と同一であってもよい。図２２に示した第３画素部Ｐ３のように、本実施形態に係
る画素部は第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含み、また、第１及び第２シールド
部ＳＨ１、ＳＨ２は金属パターンで形成することができる。
　この場合、本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図５～図８を参照した実施形態１
に係る表示基板の製造方法と実質的に同一であってもよい。ただ、第１及び第２電源配線
ＶＬ１、ＶＬ２それぞれが４つの画素部を単位で配列される。
【０１７９】
　また、本実施形態に係る第４画素部Ｐ４の構造は、図２３に示した実施形態５の第３画
素部Ｐ３と同一であってもよい。図２３に示した第３画素部Ｐ３のように、本実施形態に
係る画素部は第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含み、また、第１及び第２シール
ド部ＳＨ１、ＳＨ２はトレンチ構造で形成することができる。
　この場合、本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図１１～図１４を参照した実施形
態２に係る表示基板の製造方法と実質的に同一であってもよい。ただ、第１及び第２電源
配線ＶＬ１、ＶＬ２のそれぞれが４つの画素部を単位で配列される。
【０１８０】
　＜実施形態１０＞
　図２９は、本発明の実施形態１０に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
　図２９を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｉは実施形態９の液晶表示パネル１００
０Ｈと比較する時、第１ストレージ配線ＳＴＬ１及び第２ストレージ配線ＳＴＬ２をさら
に含む。
【０１８１】
　第１ストレージ配線ＳＴＬ１は第１ゲート配線ＧＬ１と平行に第１ゲート配線ＧＬ１と
隣接するように配置される。第１ストレージ配線ＳＴＬ１は第１ゲート配線ＧＬ１と電気
的に接続された画素行の画素部に含まれたスイッチング素子の延長部と部分的に重畳して
ストレージキャパシタを形成する。
【０１８２】
　第２ストレージ配線ＳＴＬ２は第２ゲート配線ＧＬ２と平行であり、第２ゲート配線Ｇ
Ｌ２と隣接するように配置される。第２ストレージ配線ＳＴＬ２は第２ゲート配線ＧＬ２
と電気的に接続された画素行の画素部に含まれたスイッチング素子の延長部と部分的に重
畳してストレージキャパシタを形成する。
　ストレージキャパシタによって画素部の電圧変動を減少させて表示品質を向上させるこ
とができる。
【０１８３】
　図２９に示すように、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２は液晶表示パネルの周辺
領域で相互接続される。この場合、ゲート駆動部から出力されたゲート信号は、相互接続
された前記第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２には同時に印加される。
　または、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２が相互分離することができる。この場
合、ゲート駆動部は第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ２のそれぞれにゲート信号を同
一のタイミングで同時に出力する。これによって、第１及び第２ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ
２と電気的に接続された２つの画素行を同時に駆動させることができる。
【０１８４】
　本実施形態に係る画素部それぞれは、実施形態１の金属パターンの第１及び第２シール
ド部ＳＨ１、ＳＨ２、または、実施形態２のトレンチ構造の第１及び第２シールド部ＳＨ
１、ＳＨ２を含むことができる。
【０１８５】
　本実施形態に係る表示基板の製造方法は、図１８～図２０を参照で説明した実施形態３
の表示基板の製造方法と実質的に同一である。即ち、第１金属パターンは第１ゲート配線
ＧＬ１、第２ゲート配線ＧＬ２、第１ストレージ配線ＳＴＬ１及び第２ストレージ配線Ｓ
ＴＬ２を含み、第２金属パターンが第１～第１６データ配線（ＤＬ１～Ｌ１６）を含む。
　本実施形態に係る表示基板の製造方法は省略する。
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【０１８６】
　＜実施形態１１＞
　図３０は、本発明の実施形態１１に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
　図１及び図３０を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｊは、パッド部４００、第１バ
ス配線ＢＬ１、第２バス配線ＢＬ２、第１電源配線（ＶＬ１１、ＶＬ１２）、第２電源配
線（ＶＬ２１、ＶＬ２２）、複数のデータ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、…、ＤＬ６）、複数の
接続電極（ＣＴ１、ＣＴ２）、ゲート配線ＧＬ、及び複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、…、Ｐ
６）を含む。
【０１８７】
　パッド部４００は、データ駆動部１０３０から出力された複数のデータ電圧を受信する
複数のパッド（４１０、４２０、４３０、４４０、４５０、４６０）を含む。
　第１バス配線ＢＬ１は、第２方向ＤＩ２に延長され、液晶表示パネル１０００Ｊの第１
周辺領域ＰＡ１に配置される。第２バス配線ＢＬ２は第２方向ＤＩ２に延長され、第１バ
ス配線ＢＬ１と隣接した第１周辺領域ＰＡ１に配置される。
【０１８８】
　第１電源配線（ＶＬ１１、ＶＬ１２）のそれぞれは第１バス配線ＢＬ１に接続されて第
１方向ＤＩ１に延長する。第１電源配線（ＶＬ１１、ＶＬ１２）のそれぞれは２つの画素
部と電気的に接続されて電圧を提供する。例えば、第１電源配線ＶＬ１は第１画素部Ｐ１
と第１画素部Ｐ１と第２方向ＤＩ２に隣接した第２画素部Ｐ２との間に配置され、第１及
び第２画素部Ｐ１、Ｐ２に電圧を提供する。
【０１８９】
　第２電源配線（ＶＬ２１、ＶＬ２２）のそれぞれは第２バス配線ＢＬ２に接続されて第
１方向ＤＩ２に延長する。第２電源配線（ＶＬ２１、ＶＬ２２）のそれぞれは１つの画素
部と電気的に接続されて電圧を提供する。例えば、第２電源配線ＶＬ２１は第３画素部Ｐ
３と第３画素部Ｐ３と第２方向ＤＩ２に隣接した第４画素部Ｐ４との間に配置され、第３
画素部Ｐ３に電圧を提供する。
【０１９０】
　データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６）は、第１方向ＤＩ１
に延長され、第２方向ＤＩ２に配列される。第１データ配線ＤＬ１は第１パッド４１０と
直接接続され、第２データ配線ＤＬ２は第１接続電極ＣＴ１を通じて第３パッド４３０と
接続され、第３データ配線ＤＬ３は第２接続電極ＣＴ２を通じて第２パッド４２０と接続
される。同様の方式で、第４データ配線ＤＬ４は第４パッド４４０と直接接続され、第５
データ配線ＤＬ５は第１接続電極ＣＴ１を通じて第６パッド４６０と接続され、第６デー
タ配線ＤＬ６は第２接続電極ＣＴ２を通じて第５パッド４５０と接続される。第１及び第
２接続電極ＣＴ１、ＣＴ２は透明電極パターンであってもよい。
　ゲート配線ＧＬは、第２方向ＤＩ２に延長される。
【０１９１】
　画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６）は主要色画素を含む。主要色画素は赤
色画素、緑色画素及び青色画素である。
【０１９２】
　第１画素部Ｐ１は第１画素電極ＰＥ１、第２画素電極ＰＥ２、第１スイッチング素子Ｔ
１及び第２スイッチング素子Ｔ２を含む。
　第１画素電極ＰＥ１は第１スイッチング素子Ｔ１を通じて第１データ配線ＤＬ１とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第２画素電極ＰＥ２は第１画素電極ＰＥ１と離隔して、第２ス
イッチング素子Ｔ２を通じて第１電源配線ＶＬ１１とゲート配線ＧＬに接続される。
【０１９３】
　第２画素部Ｐ２は第３画素電極ＰＥ３、第４画素電極ＰＥ４、第３スイッチング素子Ｔ
３及び第４スイッチング素子Ｔ４を含む。
　第４画素電極ＰＥ４は第４スイッチング素子Ｔ４を通じて第２データ配線ＤＬ２とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第３画素電極ＰＥ３は第４画素電極ＰＥ４と離隔して、第３ス
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イッチング素子Ｔ３を通じて第１電源配線ＶＬ１１とゲート配線ＧＬに接続される。
【０１９４】
　第３画素部Ｐ３は第５画素電極ＰＥ５、第６画素電極ＰＥ６、第５スイッチング素子Ｔ
５及び第６スイッチング素子Ｔ６を含む。
　第５画素電極ＰＥ５は第５スイッチング素子Ｔ５を通じて第３データ配線ＤＬ３とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第６画素電極ＰＥ６は第５画素電極ＰＥ５と離隔して、第６ス
イッチング素子Ｔ６を通じて第２電源配線ＶＬ２１とゲート配線ＧＬに接続される。
【０１９５】
　第４画素部Ｐ４は第７画素電極ＰＥ７、第８画素電極ＰＥ８、第７スイッチング素子Ｔ
７及び第８スイッチング素子Ｔ８を含む。
　第７画素電極ＰＥ７は第７スイッチング素子Ｔ７を通じて第４データ配線ＤＬ４とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第８画素電極ＰＥ８は第７画素電極ＰＥ７と離隔して、第８ス
イッチング素子Ｔ８を通じて第２電源配線ＶＬ２２とゲート配線ＧＬに接続される。
【０１９６】
　第５画素部Ｐ５は第９画素電極ＰＥ９、第１０画素電極ＰＥ１０、第９スイッチング素
子Ｔ９及び第１０スイッチング素子Ｔ１０を含む。
　第１０画素電極ＰＥ１０は第１０スイッチング素子Ｔ１０を通じて第５データ配線ＤＬ
５とゲート配線ＧＬに接続される。第９画素電極ＰＥ９は第１０画素電極ＰＥ１０と離隔
して、第９スイッチング素子Ｔ９を通じて第２電源配線ＶＬ２２とゲート配線ＧＬに接続
される。
【０１９７】
　第６画素部Ｐ６は第１１画素電極ＰＥ１１、第１２画素電極ＰＥ１２、第１１スイッチ
ング素子Ｔ１１及び第１２スイッチング素子Ｔ１２を含む。
　第１１画素電極ＰＥ１１は第１１スイッチング素子Ｔ１１を通じて第６データ配線ＤＬ
６とゲート配線ＧＬに接続される。第１２画素電極ＰＥ１２は第１１画素電極ＰＥ１１と
離隔して、第１２スイッチング素子Ｔ１２を通じて第１電源配線ＶＬ１２とゲート配線Ｇ
Ｌに接続される。
【０１９８】
　第１電源配線ＶＬ１には基準電圧に対して第１極性（－）の電圧が印加され、第２電源
配線ＶＬ２には基準電圧に対して第２極性（＋）の電圧が印加される。
　第１、第２及び第６データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ６）には第１電源配線ＶＬ１に
印加された電圧より高いレベルの第２極性（＋）の電圧が印加され、第３、第４及び第５
データ配線（ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５）には第２電源配線ＶＬ２に印加された電圧より低
いレベの第１極性（－）の電圧が印加される。例えば、第１極性（－）は基準電圧のレベ
ルより小さいレベルの電圧であり、第２極性（＋）は基準電圧のレベルより高いレベルの
電圧であってもよい。
【０１９９】
　本実施形態によれば、隣接した画素部に同一の極性のデータ電圧が印加されることによ
って、ブラック状態の光漏れ発生を最小化することができる。また、電源配線を共有する
ことによって電源配線の個数を減らすことによって、開口率を向上させることができる。
【０２００】
　図３１は、図３０に示した液晶表示パネルの部分平面図であり、図３２は、図３１に示
したＩＶ－ＩＶ’線に沿って切断した断面図である。
　図３１及び図３２を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｊは表示基板１００Ｊ、対向
基板２００及び液晶層３００を含む。対向基板２００及び液晶層３００は実施形態１と実
質的に同一なので詳細な説明は省略する。
【０２０１】
　表示基板１００Ｊは、第１ベース基板１０１、第１金属パターン、第２金属パターン、
及び透明電極パターンを含む。表示基板１００は第１金属パターンを覆うゲート絶縁膜１
０２、第２金属パターンを覆うデータ絶縁膜、及び透明電極パターンを覆う第１配向膜１
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１をさらに含む。データ絶縁膜は保護絶縁膜１０３及び有機絶縁膜１０４を含む多層構造
で形成されたり、保護絶縁膜１０３からなる単層構造で形成される。
【０２０２】
　第１金属パターンはゲート配線ＧＬ、ゲート配線ＧＬと接続された複数のスイッチング
素子（Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５、Ｔ６）の制御電極、第１シールド部ＳＨ１及び第
２シールド部ＳＨ２を含む。
　第２金属パターンはデータ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３）、データ配線（ＤＬ１、Ｄ
Ｌ２、ＤＬ３）に接続されたスイッチング素子（Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５、Ｔ６）
の入力電極、ソース電極とそれぞれ離隔されたスイッチング素子（Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ
４、Ｔ５、Ｔ６）の出力電極、第１電源配線ＶＬ１１及び第２電源配線ＶＬ２１を含む。
透明電極パターンは複数の画素電極（ＰＥ１、ＰＥ２、ＰＥ３、ＰＥ４、ＰＥ５、ＰＥ６
）及び図３０に示した第１及び第２接続電極ＣＴ１、ＣＴ２を含む。
【０２０３】
　以下では第１画素部Ｐ１を例として本実施形態の画素構造を説明する。
　第１画素部Ｐ１は、第１スイッチング素子Ｔ１、第１画素電極ＰＥ１、第２スイッチン
グ素子Ｔ２、第２画素電極ＰＥ、第１シールド部ＳＨ１及び第２シールド部ＳＨ２を含む
。
　第１スイッチング素子Ｔ１は第１データ配線ＤＬ１とゲート配線ＧＬに接続され、第１
コンタクトホールＣ１を通じて第１画素電極ＰＥ１と接続される。第２スイッチング素子
Ｔ２は第１電源配線ＶＬ１１とゲート配線ＧＬに接続され、第４コンタクトホールＣ４を
通じて第２画素電極ＰＥ２と接続される。
【０２０４】
　第１及び第２画素電極ＰＥ１、ＰＥ２は交互に配置されて第１データ配線ＤＬ１及び第
１電源配線ＶＬ１１から相異なる極性の電圧を印加される。第１画素電極ＰＥ１及び第２
画素電極ＰＥ２の間に水平電場が形成される時、色々な階調を具現する。
【０２０５】
　第１画素部Ｐ１の下部において、第１画素電極ＰＥ１は中央線で第１データ配線ＤＬ１
と部分的に重畳するように延長する第１幹部を有する。また、第１画素部Ｐ１の下部で第
１画素電極ＰＥ１はゲート配線ＧＬへの延長方向を基準として、約４５度傾いて第１幹部
から延長する第１枝部を有する。
【０２０６】
　第１画素部Ｐ１の下部で、第２画素電極ＰＥ２は中央線まで第１電源配線ＶＬ１１と部
分的に重畳するように延長する第２幹部を有する。また、第１画素部Ｐ１の下部で第２画
素電極ＰＥ２はゲート配線ＧＬの延長方向を基準として約－４５度傾いて第２幹部から延
長する第２枝部を有する。
【０２０７】
　中央線の上部で、第１画素電極ＰＥ１は中央線から第１画素部Ｐ１の上部まで第１電源
配線ＶＬ１１と部分的に重畳するように延長する第３幹部を有する。また、第１画素部Ｐ
１の上部で第１画素電極ＰＥ１はゲート配線ＧＬの延長方向を基準として約１３５度傾い
て第１枝部から延長されたり第３幹部から延長する第３枝部を有する。
【０２０８】
　中央線の上部で、第２画素電極ＰＥ２は中央線から第１画素部Ｐ１の上部まで第１デー
タ配線ＤＬ１と部分的に重畳するように延長する第４幹部を有する。また、第１画素部Ｐ
１の上部で第２画素電極ＰＥ２はゲート配線ＧＬの延長方向を基準として約１３５度傾い
て第２枝部から延長されたり第４幹部から約－４５度傾いて延長する第４枝部を有する。
【０２０９】
　一方、図１に示した表示領域ＤＡ中、第１周辺領域ＰＡ１に近接した領域を表示領域Ｄ
Ａの上部で示す。
　表示領域ＤＡの上部では各画素部の第１部分に形成された画素電極の幹部が広く形成さ
れ、第２部分に形成された画素電極の幹部が狭く形成されることができる。
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　反面、下部では各画素部の第２部分に形成された画素電極の幹部が広く形成され、第１
部分に形成された画素電極の幹部が狭く形成される。ここで、第１部分は表示領域ＤＡの
右側の部分であってもよく、第２部分は前記表示領域ＤＡの左側の部分であってもよい。
【０２１０】
　図３０を参照すると、光漏れは印加されるデータ電圧の極性が変わる第２画素部Ｐ２と
第３画素部Ｐ３との間と、第５画素部Ｐ５と第６画素部Ｐ６との間でさらに発生すること
があるので第２画素部Ｐ２と第３画素部Ｐ３との間と、第５画素部Ｐ５と第６画素部Ｐ６
の間を例とする。
【０２１１】
　具体的には、図３０の画素行が第１方向ＤＩ１に複数個並べてあるなら、フレームが変
わる時、以前データ電圧と極性が反対のデータ電圧が画素部に第１方向ＤＩ１で順次に提
供される。従って、表示領域ＤＡの上部画素行では反対極性のデータ電圧がフレーム初期
にすぐに印加され、表示領域ＤＡの下部の画素行では反対極性のデータ電圧がフレーム後
期に印加されるので、上部画素行では第２画素部Ｐ２及び第５画素部Ｐ５の右側の部分で
光漏れがさらに発生し、下部の画素行では第３画素部Ｐ３及び第６画素部Ｐ６の左側の部
分で光漏れがさらに発生する可能性がある。同じ原理で、表示領域ＤＡの中間にある中間
画素行では各画素部の左側及び右側の部分で等しい量の光漏れが発生する可能性がある。
【０２１２】
　従って、表示領域ＤＡの各領域での光漏れを効果的に防止するために、表示領域ＤＡの
上部画素行では第２画素部Ｐ２及び第５画素部Ｐ５の右側の部分に対応する画素電極の幹
部の幅を広く形成し、第３画素部Ｐ３及び前記第６画素部Ｐ６の左側の部分に対応する画
素電極の幹部の幅を狭く形成する。
　一方、下部の画素行に行くにつれ第２画素部Ｐ２及び第５画素部Ｐ５の右側の部分に対
応する画素電極の幹部の幅を狭く形成し、第３画素部Ｐ３及び第６画素部Ｐ６の左側の部
分に対応する画素電極の幹部の幅を広く形成する。
【０２１３】
　結果的に、表示領域ＤＡの各画素部の各画素電極の幹部の幅を領域別に異なるようにす
ることで、表示領域ＤＡにフレーム別に反転するデータ電圧が印加する時、データ電圧が
表示領域ＤＡの上部及び下部に時間的な差を置いて印加することによって、いずれか１つ
の領域に局部的に発生する可能性がある光漏れを効果的に防止することができる。
【０２１４】
　第１シールド部ＳＨ１は自身の画素部の画素電極と電気的に接続されたデータ配線と隣
接するように配置され、第２シールド部ＳＨ２は自身の画素部の画素電極と電気的に接続
された電源配線と隣接するように配置されて、第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は
自身の画素部の画素電極と電気的に接続される。
【０２１５】
　具体的には、第１画素部Ｐ１において、第１シールド部ＳＨ１は第１画素部Ｐ１にデー
タ電圧を伝達する第１データ配線ＤＬ１と隣接するように配置され、第１上部シールドＳ
Ｕ１及び第１下部シールドＳＤ１を含む。
　第２シールド部ＳＨ２は第１画素部Ｐ１に電圧を伝達する第１電源配線ＶＬ１１と隣接
するように配置され、第２上部シールドＳＵ２、第２下部シールドＳＤ２及び接続シール
ドＳＣを含む。接続シールドＳＣは第１下部シールドＳＤ１と第２上部シールドＳＵ１を
接続するように第２方向ＤＩ２に延長され、第１画素部Ｐ１を上部及び下部に分ける。
【０２１６】
　第１上部シールドＳＵ１は第１データ配線ＤＬ１と重畳する第２画素電極ＰＥ２の第４
幹部と部分的に重畳し、第１下部シールドＳＤ１は第１データ配線ＤＬ１と重畳する第１
画素電極ＰＥ１の第１幹部と部分的に重畳し、第２上部シールドＳＵ２は第１電源配線Ｖ
Ｌ１１と重畳する第１画素電極ＰＥ１の第３幹部と部分的に重畳し、第２下部シールドＳ
Ｄ２は第１電源配線ＶＬ１１と重畳する第２画素電極ＰＥ２の第２幹部と部分的に重畳す
る。
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【０２１７】
　第１下部シールドＳＤ１は第２コンタクトホールＣ２を通じて第１画素電極ＰＥ１と接
続され、第２上部シールドＳＵ２は第６コンタクトホールＣ６を通じて第１画素電極ＰＥ
１と接続される。第１上部シールドＳＵ１は第７コンタクトホールＣ７を通じて第２画素
電極ＰＥ２と接続され、第２下部シールドＳＤ２は第５コンタクトホールＣ５を通じて第
２画素電極ＰＥ２と接続される。
【０２１８】
　第１下部シールドＳＤ１は第１画素電極ＰＥ１と重畳し、第１画素電極ＰＥ１と同一の
電圧が印加されるので、第１データ配線ＤＬ１と第１画素電極ＰＥ１との間で発生する光
漏れを遮断することができる。
　また、第１上部シールドＳＵ１は第２画素電極ＰＥ２と重畳して第２画素電極ＰＥ２と
同一の電圧が印加されるので第１データ配線ＤＬ１と第２画素電極ＰＥ２との間に発生す
る光漏れを遮断することができる。
【０２１９】
　また、第２下部シールドＳＤ２は第２画素電極ＰＥ２と重畳し、第２画素電極ＰＥ２と
同一の電圧が印加されるので、第１電源配線ＶＬ１１と第２画素電極ＰＥ２との間で発生
する光漏れを遮断することができる。
　また、第２上部シールドＳＵ２は第１画素電極ＰＥ１と重畳して第１画素電極ＰＥ１と
同一の電圧が印加されるので、第１電源配線ＶＬ１１と第１画素電極ＰＥ１の間で発生す
る光漏れを遮断することができる。
【０２２０】
　次に、図３２を参照すると、第１画素部Ｐ１と第２画素部Ｐ２の境界領域に形成された
金属パターン及び透明電極パターンは次のように具現することができる。
　第２下部シールドＳＤ２の幅である第１距離ｄ１１、第２下部シールドＳＤ２と第１電
源配線ＶＬ１１の下に形成された半導体層１５０との間の距離である第２距離ｄ１２、半
導体層１５０の幅である第３距離ｄ１３、半導体層１５０と第１下部シールドＳＤ１との
間の距離である第４距離ｄ１４、第２下部シールドＳＤ２の幅である第５距離ｄ１５はそ
れぞれ約５μｍ、３μｍ、９μｍ、３μｍ、５μｍであってもよい。また、第２画素電極
ＰＥ２と第４画素電極ＰＥ４との間の距離ＰＤは約６．５μｍであってもよい。従って、
不透明幅ＯＡ１は約２５μｍであってもよい。
【０２２１】
　第２画素部Ｐ２と第３画素部Ｐ３との間の境界領域に形成された金属パターン及び透明
電極パターンは次のように具現することができる。
　第２下部シールドＳＤ２の幅である第１距離ｄ２１、第２下部シールドＳＤ２と第２デ
ータ配線ＤＬ２の下に形成された半導体層１５０との間の距離である第２距離ｄ２２、第
２データ配線ＤＬ２の下に形成された半導体層１５０の幅である第３距離ｄ２３、第２デ
ータ配線ＤＬ２下に形成された半導体層１５０と第３データ配線ＤＬ３下に形成された半
導体層１５０との間の距離である第４距離ｄ２４、第３データ配線ＤＬ３の下に形成され
た半導体層１５０の幅である第５距離ｄ２５、第３データ配線ＤＬ３下に形成された半導
体層１５０と第１下部シールドＳＤ１との間の距離である第６距離ｄ２６、第１下部シー
ルドＳＤ１の幅である第７距離ｄ２７は、それぞれ約４μｍ、２μｍ、６μｍ、６μｍ、
６μｍ、２μｍ、４μｍであってもよい。また、第３画素電極ＰＥ３と第５画素電極ＰＥ
５との間の距離ＰＤは約６．５μｍであってもよい。従って、不透明幅ＯＡ２は約３０μ
ｍであってもよい。
【０２２２】
　ここで、第２及び第３データ配線ＤＬ２、ＤＬ３を銅（Ｃｕ）のような低抵抗物質で膜
厚をより厚く形成することができるなら、不透明幅ＯＡ１は約２５μｍで維持することが
できる。
【０２２３】
　本実施形態によると、画素列の間に配置される第１及び第２電源配線ＶＬ１１、ＶＬ１
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２によって、第１バス配線ＢＬ１及び第２バス配線ＢＬ２が液晶表示パネル１０００Ｊの
第１周辺領域ＰＡ１に形成される。
　従って、表示領域ＤＡに横（第２方向）に形成された横電源配線が除去されて開口率を
増加させることができ、横電配線の配線抵抗による電圧降下で表示領域ＤＡの一側から発
生する画素電極の充電率低下を防止することができる。
【０２２４】
　また、第２データ配線ＤＬ２と第３パッド４３０とを接続する第１接続電極ＣＴ１と、
第３データ配線ＤＬ３と第２パッド４２０とを接続する第２接続電極ＣＴ２は電気的に分
離しながら位置的に交差するので、隣接する画素部は第１電源配線ＶＬ１１を共有して同
一の極性のデータ電圧を提供される。これによって、隣接する画素部間のブラック状態で
の光漏れを防止し、第１電源配線ＶＬ１１の個数が減り開口率を増加させることができる
。
【０２２５】
　＜実施形態１２＞
　図３３は、本発明の実施形態１２に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
　図３３を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｋは実施形態１１の液晶表示パネル１０
００Ｊと比較する時、第１シールド部ＳＨ１、第２シールド部ＳＨ２、及び接続電極パタ
ーンＣＥＰを除いた構成要素は実質的に同一である。
　以下では、同一の構成要素に対して反復する詳細な説明は省略する。
　第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は、図３２を参照して第１画素部Ｐ１を例とし
て説明する。
【０２２６】
　第１シールド部ＳＨ１は自身の画素部、即ち第１画素部Ｐ１にデータ電圧を伝達する第
１データ配線ＤＬ１と隣接するように配置され、第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部ト
レンチＴＤ１を含む。
　第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部トレンチＴＤ１は、ゲート絶縁膜１０２、保護絶
縁膜１０３、及び有機絶縁膜１０４が除去されて形成される。第１上部トレンチＴＵ１に
は第１データ配線ＤＬ１の上部と部分的に重畳する第２画素電極ＰＥ２が形成され、第１
下部トレンチＴＤ１には第１データ配線ＤＬ１の下部と部分的に重畳する第１画素電極Ｐ
Ｅ１が形成される。
【０２２７】
　第２シールド部ＳＨ２は第１画素部Ｐ１に電圧を伝達する第１電源配線ＶＬ１１と隣接
するように配置され、第２上部トレンチＴＵ２と第２下部トレンチＴＤ２を含む。
　第２上部トレンチＴＵ２及び第２下部トレンチＴＤ２はゲート絶縁膜１０２、保護絶縁
膜１０３、及び有機絶縁膜１０４が除去されて形成される。第２上部トレンチＴＵ２には
第１電源配線ＶＬ１１の上部と重畳する第１画素電極ＰＥ１が形成され、第２下部トレン
チＴＤ２には第１電源配線ＶＬ１１の下部と重畳する第２画素電極ＰＥ２が形成される。
【０２２８】
　接続電極パターンＣＥＰは第１金属パターンであってもよい。接続電極パターンＣＥＰ
は画素領域の中央の部分に第２方向ＤＩ２に延長され、画素領域の下部に配置された第１
画素電極ＰＥ１と画素領域の上部に配置された第１画素電極ＰＥ１を電気的に接続する。
接続電極パターンＣＥＰは第９コンタクトホールＣ９を通じて第１データ配線ＤＬ１と部
分的に重畳した第１画素電極ＰＥ１と電気的に接続され、第１０コンタクトホールＣ１０
を通じて第１電源配線ＶＬ１１と部分的に重畳した第１画素電極ＰＥ１と電気的に接続さ
れる。
【０２２９】
　第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は、実施形態１と同一のデータ配線又は電源配
線の電界（電場）が漏洩するのを遮断し、また、データ配線又は電源配線と画素電極との
間の光漏れを防止することができる。同時に、本実施形態の第１及び第２シールド部ＳＨ
１、ＳＨ２はトレンチ内に画素電極が形成される構造を有することによって第１金属パタ
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ーンで形成された実施形態１に比べて開口率を向上させることができる。
【０２３０】
　＜実施形態１３＞
　図３４は、本発明の実施形態１３に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
　図３４を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｌは実施形態１１に係る液晶表示パネル
１０００Ｊと比較する時、第１金属パターンで形成されたストレージ配線ＳＴＬをさらに
含む。
【０２３１】
　ストレージ配線ＳＴＬは第２方向ＤＩ２に延長されゲート配線ＧＬと隣接するように配
置される。ストレージ配線ＳＴＬにはストレージ電圧が印加される。ストレージ電圧はフ
レームに関りなく一定のレベルの直流電圧であってもよい。
【０２３２】
　例えば、ストレージ配線ＳＴＬは第１画素部Ｐ１に含まれた第１スイッチング素子Ｔ１
のドレイン電極から延長された延長部と部分的に重畳して第１ストレージキャパシタＣＳ
Ｔ１を形成し、第２スイッチング素子Ｔ２のドレイン電極から延長された延長部と部分的
に重畳して第２ストレージキャパシタＣＳＴ２を形成する。第１及び第２ストレージキャ
パシタＣＳＴ１、ＣＳＴ２によって、第１画素部Ｐ１に印加された電圧の変動を減少させ
ることによって表示品質を向上させることができる。
【０２３３】
　本実施形態に係る画素部は、実施形態１のように第１金属パターンで形成された第１及
び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含み、実施形態２のようにトレンチ構造の第１及び第
２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２を含むことができる。
【０２３４】
　＜実施形態１４＞
　図３５は、本発明の実施形態１４に係る液晶表示パネルの部分概略図である。
　図１及び図３５を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｍはパッド部４００、複数のデ
ータ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８）、第１
バス配線ＢＬ１、第２バス配線ＢＬ２、第１電源配線ＶＬ１、第２電源配線ＶＬ２、第１
ゲート配線ＧＬ１、第２ゲート配線ＧＬ２、第３ゲート配線ＧＬ３、第４ゲート配線、及
び複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８）を含む。複数の画
素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８）は主要色画素を含む。主要色
画素は赤色画素、緑色画素及び青色画素を含むことができる。
【０２３５】
　パッド部４００は、液晶表示パネル１０００Ｍの第１周辺領域ＰＡ１に配置されてデー
タ配線と接続された複数のパッドを含む。
　データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４、ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８）の
それぞれは、第１方向ＤＩ１に延長され、第２方向ＤＩ２で配列される。
【０２３６】
　第１バス配線ＢＬ１は第２方向ＤＩ２に延長され、液晶表示パネル１０００Ｍの第１周
辺領域ＰＡ１に配置される。第２バス配線ＢＬ２は第２方向ＤＩ２に延長され、第１バス
配線ＢＬ１と隣接した第１周辺領域ＰＡ１に配置される。
【０２３７】
　第１電源配線ＶＬ１は第１バス配線ＢＬ１に接続されて第１方向ＤＩ１に延長する。第
２電源配線ＶＬ２は第２バス配線ＢＬ２に接続されて前記第１方向ＤＩ１に延長する。第
１電源配線ＶＬ１は隣接した２つの画素列の間に配置されて画素列の画素部Ｐ１、Ｐ３に
電圧を提供し、第２電源配線ＶＬ２は隣接した２つの画素列の間に配置されて画素列の画
素部Ｐ５、Ｐ７に電圧を提供する。
【０２３８】
　第１、第２、第３、及び第４ゲート配線（ＧＬ１、ＧＬ２、ＧＬ３、ＧＬ４）は第２方
向ＤＩ２に延長され、第１方向ＤＩ１で配列される。第１、第２、第３、及び第４ゲート
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配線（ＧＬ１、ＧＬ２、ＧＬ３、ＧＬ４）は相互に電気的に接続されて同一のゲート信号
が印加される。
【０２３９】
　図３５に示すように、第１、第２、第３、及び第４ゲート配線（ＧＬ１、ＧＬ２、ＧＬ
３、ＧＬ４）は液晶表示パネルの周辺領域で相互接続される。この場合、ゲート駆動部か
ら出力されたゲート信号は相互接続された第１、第２、第３、及び第４ゲート配線（ＧＬ
１、ＧＬ２、ＧＬ３、ＧＬ４）には同時に印加される。
　または、第１、第２、第３、及び第４ゲート配線（ＧＬ１、ＧＬ２、ＧＬ３、ＧＬ４）
が相互分離することができる。この場合、ゲート駆動部は第１、第２、第３、及び第４ゲ
ート配線（ＧＬ１、ＧＬ２、ＧＬ３、ＧＬ４）のそれぞれにゲート信号を同一のタイミン
グに同時に出力する。これによって、第１、第２、第３及び第４ゲート配線ＧＬ１、ＧＬ
２、ＧＬ３、ＧＬ４と電気的に接続された２つの画素行を同時に駆動させることができる
。
【０２４０】
　複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８）は主要色画素を含
む。主要色画素は赤色画素、緑色画素及び青色画素を含むことができる。
【０２４１】
　第１画素部Ｐ１は第１画素電極ＰＥ１、第２画素電極ＰＥ２、第１スイッチング素子Ｔ
１及び第２スイッチング素子Ｔ２を含む。
　第１画素電極ＰＥ１は第１スイッチング素子Ｔ１を通じて第１データ配線ＤＬ１と第１
ゲート配線ＧＬ１に接続される。第２画素電極ＰＥ２は第１画素電極ＰＥ１と離隔して、
第２スイッチング素子Ｔ２を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続さ
れる。
【０２４２】
　第２画素部Ｐ２は第１画素部Ｐ１と第１方向ＤＩ１に隣接し、第３画素電極ＰＥ３、第
４画素電極ＰＥ４、第３スイッチング素子Ｔ３及び第４スイッチング素子Ｔ４を含む。
　第３画素電極ＰＥ３は第３スイッチング素子Ｔ３を通じて第２データ配線ＤＬ２と第４
ゲート配線ＧＬ４に接続される。第４画素電極ＰＥ４は第３画素電極ＰＥ３と離隔して、
第４スイッチング素子Ｔ４を通じて第１電源配線ＶＬ１と第３ゲート配線ＧＬ３に接続さ
れる。
【０２４３】
　第３画素部Ｐ３は第１画素部Ｐ１と第２方向ＤＩ２に隣接し、第５画素電極ＰＥ５、第
６画素電極ＰＥ６、第５スイッチング素子Ｔ５及び第６スイッチング素子Ｔ６を含む。
　第５画素電極ＰＥ５は第５スイッチング素子Ｔ５を通じて第４データ配線ＤＬ４と第１
ゲート配線ＧＬ１に接続される。第６画素電極ＰＥ６は第５画素電極ＰＥ５と離隔して、
第６スイッチング素子Ｔ６を通じて第１電源配線ＶＬ１と第２ゲート配線ＧＬ２に接続さ
れる。
【０２４４】
　第４画素部Ｐ４は第２画素部Ｐ２と第２方向ＤＩ２に隣接し、第７画素電極ＰＥ７、第
８画素電極ＰＥ８、第７スイッチング素子Ｔ７及び第８スイッチング素子Ｔ８を含む。
　第７画素電極ＰＥ７は第７スイッチング素子Ｔ７を通じて第３データ配線ＤＬ３と第４
ゲート配線ＧＬ４に接続される。第８画素電極ＰＥ８は第７画素電極ＰＥ７と離隔して、
第８スイッチング素子Ｔ８を通じて第１電源配線ＶＬ１と第３ゲート配線ＧＬ３に接続さ
れる。
【０２４５】
　第５画素部Ｐ５は第３画素部Ｐ３と第２方向ＤＩ２に隣接し、第９画素電極ＰＥ９、第
１０画素電極ＰＥ１０、第９スイッチング素子Ｔ９及び第１０スイッチング素子Ｔ１０を
含む。
　第９画素電極ＰＥ９は第９スイッチング素子Ｔ９を通じて第５データ配線ＤＬ５と第１
ゲート配線ＧＬ１に接続される。第１０画素電極ＰＥ１０は第９画素電極ＰＥ９と離隔し
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て、第１０スイッチング素子Ｔ１０を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲート配線ＧＬ２
に接続される。
【０２４６】
　第６画素部Ｐ６は第５画素部Ｐ５と第１方向ＤＩ１に隣接し、第１１画素電極ＰＥ１１
、第１２画素電極ＰＥ１２、第１１スイッチング素子Ｔ１１及び第１２スイッチング素子
Ｔ１２を含む。
　第１１画素電極ＰＥ１１は第１１スイッチング素子Ｔ１１を通じて第６データ配線ＤＬ
６と第４ゲート配線ＧＬ４に接続される。第１２画素電極ＰＥ１２は第１１画素電極ＰＥ
１１と離隔して、第１２スイッチング素子Ｔ１２を通じて第２電源配線ＶＬ２と第３ゲー
ト配線ＧＬ３に接続される。
【０２４７】
　第７画素部Ｐ７は第５画素部Ｐ５と第２方向ＤＩ２に隣接し、第１３画素電極ＰＥ１３
、第１４画素電極ＰＥ１４、第１３スイッチング素子Ｔ１３及び第１４スイッチング素子
Ｔ１４を含む。
　第１３画素電極ＰＥ１３は第１３スイッチング素子Ｔ１３を通じて第８データ配線ＤＬ
８と第１ゲート配線ＧＬ１に接続される。第１４画素電極ＰＥ１４は第１３画素電極ＰＥ
１３と離隔して、第１４スイッチング素子Ｔ１４を通じて第２電源配線ＶＬ２と第２ゲー
ト配線ＧＬ２に接続される。
【０２４８】
　第８画素部Ｐ８は第７画素部Ｐ７と第１方向ＤＩ１に隣接し、第１５画素電極ＰＥ１５
、第１６画素電極ＰＥ１６、第１５スイッチング素子Ｔ１５及び第１６スイッチング素子
Ｔ１６を含む。
　第１５画素電極ＰＥ１５は第１５スイッチング素子Ｔ１５を通じて第７データ配線ＶＬ
７と第４ゲート配線ＧＬ４に接続される。第１６画素電極ＰＥ１６は第１５画素電極ＰＥ
１５と離隔して、第１６スイッチング素子Ｔ１６を通じて第２電源配線ＶＬ２と第３ゲー
ト配線ＧＬ３に接続される。
【０２４９】
　第１電源配線ＶＬ１には基準電圧に対して第１極性（－）の電圧が印加され、第２電源
配線ＶＬ２には基準電圧に対して第２極性（＋）の電圧が印加される。第１、第２、第３
、及び第４データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４）には第１電源配線ＶＬ１に印
加された電圧より高いレベルの第２極性（＋）の電圧が印加され、第５、第６、第７、及
び第８データ配線（ＤＬ５、ＤＬ６、ＤＬ７、ＤＬ８）には第２電源配線ＶＬ２に印加さ
れた電圧より低いレベルの第１極性（－）の電圧が印加される。例えば、第１極性（－）
は基準電圧のレベルより小さいレベルの電圧であり、第２極性（＋）は基準電圧のレベル
より高いレベルの電圧であってもよい。
【０２５０】
　本実施形態によれば、１つの画素列が２つのデータ配線によってデータ電圧を印加され
、２つの画素行がよっつのゲート配線によって１つのゲート信号を印加されることによっ
て、１水平周期１Ｈの間、２つの画素行が駆動される。即ち、液晶表示パネル１０００Ｍ
は高速駆動を可能となる。また、２つの画素部が１つの電源配線を共有して同一の極性の
データ電圧が印加されることによって、ブラック状態での光漏れ防止を最小化することが
できる。また、電源配線の個数を減らすことによって、開口率を向上させることができる
。
【０２５１】
　本実施形態に係る画素部は、実施形態１及び実施形態２のように第１及び第２シールド
部ＳＨ１、ＳＨ２を含むことができる。本実施形態に係る第１シールド部ＳＨ１は自身の
画素部の画素電極と電気的に接続されたデータ配線と隣接するように配置され、第２シー
ルド部ＳＨ２は自身の画素部と隣り合った隣の画素部の画素電極と電気的に接続されたデ
ータ配線と隣接するように配置され、第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は自身の画
素部の画素電極と電気的に接続される。
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【０２５２】
　即ち、実施形態１と同様に第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２を第１金属パターン
で形成できて、また、実施形態２のように第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２をトレ
ンチ構造で形成することができる。また、実施形態３のように、第１～第４ゲート配線と
それぞれ隣接した第１～第４ストレージ配線を含むことができる。
【０２５３】
　＜実施形態１５＞
　図３６は、本発明の実施形態１５に係る液晶表示パネルの部分平面図である。
　図３６を参照すると、液晶表示パネル１０００Ｎは複数のデータ配線（ＤＬ１、ＤＬ２
、ＤＬ３、ＤＬ４）、ゲート配線ＧＬ、第１電源配線ＶＬ１、第２電源配線ＶＬ２、及び
複数の画素部（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）を含む。
【０２５４】
　データ配線（ＤＬ１、ＤＬ２、ＤＬ３、ＤＬ４）は第１方向ＤＩ１に延長され、第２方
向ＤＩ２に配列される。
　ゲート配線ＧＬは第２方向ＤＩ２に延長する。
　第１電源配線ＶＬ１は第２方向ＤＩ２に延長され、ゲート配線ＧＬと隣接するように配
置される。
　第２電源配線ＶＬ２は第２方向ＤＩ２に延長され、第１電源配線ＶＬ１と隣接するよう
に配置される。
【０２５５】
　第１画素部Ｐ１は第１画素電極ＰＥ１、第２画素電極ＰＥ２、第１スイッチング素子Ｔ
１、第２スイッチング素子Ｔ２、接続電極パターンＣＥＰ、第１シールド部ＳＨ１及び第
２シールド部ＳＨ２を含む。
　第１画素電極ＰＥ１は第１スイッチング素子Ｔ１を通じて第１データ配線ＤＬ１とゲー
ト配線ＧＬに接続される。第２画素電極ＰＥ２は第１画素電極ＰＥ１と離隔して、第２ス
イッチング素子Ｔ２を通じて第１電源配線ＶＬ１とゲート配線ＧＬに接続される。
【０２５６】
　接続電極パターンＣＥＰは第１金属パターンであってもよい。接続電極パターンＣＥＰ
は画素領域の中央の部分に第２方向ＤＩ２に延長され、画素領域の下部に配置された第１
画素電極ＰＥ１と上部に配置された第１画素電極ＰＥ１を電気的に接続する。
　接続電極パターンＣＥＰは第９コンタクトホールＣ９を通じて第１データ配線ＤＬ１と
部分的に重畳する第１画素電極ＰＥ１と電気的に接続され、第１０コンタクトホールＣ１
０を通じて第２データ配線ＤＬ２と部分的に重畳する第１画素電極ＰＥ１と電気的に接続
される。
【０２５７】
　ここで図１０を参照すると、第１シールド部ＳＨ１は第１画素部Ｐ１にデータ電圧を伝
達する自己データ配線（ｓｅｌｆ　ｄａｔａ　ｌｉｎｅ）、即ち、第１データ配線ＤＬ１
と隣接するように配置される。第１シールド部ＳＨ１は第１上部トレンチＴＵ１及び第１
下部トレンチＴＤ１を含み、第１上部トレンチＴＵ１及び第１下部トレンチＴＤ１はゲー
ト絶縁膜１０２、保護絶縁膜１０３、及び有機絶縁膜１０４が除去されて形成される。
　第１上部トレンチＴＵ１には第１データ配線ＤＬ１の上部と部分的に重畳する第２画素
電極ＰＥ２が形成され、第１下部トレンチＴＤ１には第１データ配線ＤＬ１の下部と部分
的に重畳する第１画素電極ＰＥ１が形成される。
【０２５８】
　第２シールド部ＳＨ２は隣り合った隣の画素部にデータ電圧を伝達する隣のデータ配線
、即ち第２データ配線ＤＬ２と隣接するように配置される。第２シールド部ＳＨ１は第２
上部トレンチＴＵ２と第２下部トレンチＴＤ２を含み、第２上部トレンチＴＵ２及び第２
下部トレンチＴＤ２はゲート絶縁膜１０２、保護絶縁膜１０３、及び有機絶縁膜１０４が
除去されて形成される。
　第２上部トレンチＴＵ２には第２データ配線ＤＬ２の上部と重畳する第１画素電極ＰＥ
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１が形成され、第２下部トレンチＴＤ２には第２データ配線ＤＬ２の下部と重畳する第２
画素電極ＰＥ２が形成される。
【０２５９】
　第１及び第２シールド部ＳＨ１、ＳＨ２は実施形態１と同一のデータ配線又は電源配線
の電界（電場）が漏洩するのを遮断したり、データ配線又は電源配線と画素電極との間の
光漏れを防止することができる。同時に、本実施形態の第１及び第２シールド部ＳＨ１、
ＳＨ２はトレンチ内に画素電極が形成される構造を有することによって第１金属パターン
で形成された実施形態１に比べて開口率を向上させることができる。
【０２６０】
　尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱
しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２６１】
　本発明は、液晶表示装置及びこれを含むすべての電子機器に好適に利用することができ
る。
【符号の説明】
【０２６２】
　１１　　第１配向膜
　２１　　第２配向膜
　１００　　表示基板
　１０１　　第１ベース基板
　１０２　　ゲート絶縁膜
　１０３　　保護絶縁膜
　１０４　　有機絶縁膜
　２００　　対向基板
　２０１　　第２ベース基板
　２３０　　カラーフィルタ
　２５０　　オーバーコーティング層
　３００　　液晶層
　４００　　パッド部
　１０００　　液晶表示パネル
　１０１０　　ゲート駆動部
　１０１１　　ゲート駆動チップ
　１０３０　　データ駆動部
　１０３１　　データ駆動チップ
　１０５０　　パワー配線
　１０７０　　可撓性フィルム
　１０３１　　データ駆動チップ
　ＢＬ１、ＢＬ２　　（第１及び第２）バス配線
　ＣＬ１、ＣＬ２　　（第１及び第２）接続配線
　ＤＬ１～ＤＬ６　　（第１～第６）データ配線
　ＧＬ　　ゲート配線
　Ｐ１～Ｐ６　　（第１～第６）画素部
　ＰＥ１～ＰＥ６　　（第１～第６）画素電極
　ＳＨ１、ＳＨ２　　（第１及び第２）シールド部
　ＳＵ１、ＳＵ２　　（第１及び第２）上部シールド
　ＳＤ１、ＳＤ２　　（第１及び第２）下部シールド
　ＴＵ１、ＴＵ２　　（第１及び第２）上部トレンチ
　ＴＤ１、ＴＤ２　　（第１及び第２）下部トレンチ
　ＶＬ１及びＶＬ２　　（第１及び第２）電源配線
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